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Diese Erfindung liegt auf dem Gebiet von integrierten Schaltungen und ist insbesondere 
auf Treiberausgangsschaltungen bzw. Ausgangstreiberschaltungen davon gerichtet. 

Diese Anmeldung steht in einem Verhaltnis zu den europaischen Patentanmeldungen 
Nrn. 95 308 559.4, 95 308 560.2, 95 308 562.8, 95 308 543.8 und 95 308 563.6, die 
gleichzeitig angemeldet worden sind. 

In modernen digitalen integrierten Schaltungen, insbesondere jenen, die gemaB den wohl 
bekannten komplementaren Metalloxidhalbleitertechnologien (CMOS-Technologien) 
hergestellt sind, sind Ausgangsdatenschaltungen bzw. Datenausgangsschaltungen allge- 
mein in der Form von Push-Pull-Treiberschaltungen realisiert. Wie es im Stand der 
Technik wohl bekannt ist, enthalten Push-Pull- Ausgangstreiberschaltungen zwei Trei- 
bertransistoren; ein Treibertransistor (die Anlaufeinrichtung) treibt den Ausgangsan- 
schluss in Richtung der positiven Leistungszufuhrspannung, um einen logisch hohen Pe- 
gel zu bewirken, wahrend der zweite Treibertransistor (die Ausschalteinrichtung) den 
Ausgangsanschluss in Richtung des Erdpotenziales treibt, um einen niedrigen logischen 
Pegel zu bewirken. In CMOS-Schaltungen ist die Anlaufeinrichtung bzw. Starterein- 
richtung allgemein als ein p-Kanal-MOS-Transistor realisiert, wahrend die Ausschaltein- 
richtung als ein n-Kanal-MOS-Transistor verwirklicht ist. Dieser Aufbau stellt sicher, 
dass kein DC-Strom durch den Ausgangstreiber gezogen wird. Zusatzlich wird eine An- 
laufeinrichtung mit p-Kanal verwendet, die es ermoglicht, den Ausgangsanschluss voll- 
standig auf die Leistungszufuhrspannung zu treiben, das heiBt von "Schiene zu Schiene" 
bzw. „Leitung zu Leitung" ("rail-to-rail"), da es keinen Schwellenwertspaiuiungsabfall 
iiber die p-Kanal-Anlaufeinrichtung gibt (wie es der Fall ware, falls die Anlaufeinrich- 
tung ein Transistor mit n-Kanal ware). 



Die meisten integrierten MOS-Schaltungen, die iiber die letzten 15 Jahre hergestellt 
worden sind, sind durch eine Leistungszufuhr bzw. ein Netzteil mit nominal 5 Volt be- 
trieben worden. Mit der Einfuhrung von ultradunnen dielektrischen Gateschichten je- 
doch, die bei der Herstellung von modernen MOS-Transistoren verwendet werden, wer- 
den jedoch viele gegenwartige integrierte Schaltungen von einer Leistungszufuhr bzw. 
einem Netzteil mit nominal 3,3 Volt betrieben. Da beide Typen von Schaltungen in mo- 
dernen digitalen Systemen verfugbar und niitzlich bleiben, miissen Daten haufig von ei- 
ner Schaltung mit 5 Volt zu einer Schaltung mit 3,3 Volt uber Kommunikationsleitungen 
oder Busse iibertragen werden. Falls samtliche integrierten Schaltungen in dem System 
dazu in der Lage waren, die gleiche Netzteilvorspannung zu verwenden, waren Aus- 
gangspegel von Schiene zu Schiene bzw. Leitung zu Leitung nicht nur akzeptabel, son- 
dem bevorzugt. Falls jedoch gemischte Netzteileinrichtungen in das gleiche System ein- 
bezogen sind, muss darauf geachtet werden, dass ein Signal mit logisch hohem Pegel, 
das durch eine Einrichtung mit 5 Volt getrieben worden ist, 3,3 Volt nicht iibersteigt, 
um die Beschadigung einer Einrichtung mit 3,3 Volt, die solch ein Signal empfangt, zu 
vermeiden. 

In derartigen Situationen ist es wunschenswert, far die Einrichtung mit 5 Volt, einen 
hohen Ausgangsspannungspegel zur Verfugung zu stellen, der einem extrem einge- 
schrankten Satz von Spezifikationsanforderungen geniigt. Diese Anforderungen umfas- 
sen einen minimalen logisch hohen Spannungspegel (Voh) von 2,4 Volt und einen maxi- 
malen Voh von 3,3 Volt, wahrend 4 mA Source- bzw. Quellenstrom in jedem Zustand 
zur Verfugung gestellt werden, wobei die Notwendigkeit, dass die Spezifikationsabwei- 
chungen des Netzteils bzw. der Leistungszufuhr mit 5 Volt die Spezifikation fur die ma- 
ximale und die minimale Ausgangslastbedingung insgesamt iiber eine erwartete Variati- 
on der Prozessparameter der Herstellung erfullen, in Betracht gezogen wird. Zusatzlich 
ist es insbesondere fur integrierte Schaltungen in hochfunktionalen Systemen speziell 
wunschenswert, eine schnelle Schaltfunktion mit minimalem Uberschwingen und Unter- 
schwingen (z.B. mit Einstellzeiten von weniger als 10 ns) und mit einer minimalen Aus- 
gangsimpedanz der Schaltung zur Verfugung zu stellen. 



GemaB herkommlichen Designmethoden konnen diese Spezifikationsbeschrankungen fiir 
Schaltungen mit typischen Prozess- und Spannungsvariationen nicht erzielbar sein. Fiir 
erne VoH-Maximalspannung von 3,3 Volt und eine VoH-Minimalspairnung von 2,4 Volt 
betragt das gesamte Betriebsfenster (das heiBt die Differenz dazwischen) 0,9 Volt. Ge- 
maB typischen modernen Designparametern ubersetzen sich bloBe Betrachtungen der 
maximalen und minimalen Ausgangslastbedingungen (4 mA bis 0 mA) zu einer Verrin- 
gerung des Betriebsfensters auf 0,75 Volt. Variationen der Netzteilspannung bzw. Ener- 
giezufuhrspannung werden Variationen in der Bezugsspannung des Ausgangstreibers 
bzw. des Treiberausgangs verursachen, die typischerweise durcb einen Widerstandsteiler 
erzeugt werden, wobei das Betriebsfenster um weitere 0,30 Volt verringert wird. Das 
minimale Sicherheitsband auf dem VoH-Minimalpegel von 2,4 Volt betragt typischerwei- 
se 200 rnV. Dementsprechend betragt, selbst wenn man den Effekt der Prozessvariatio- 
nen missachten wtirde, die Summe der Verringerungen des Betriebsfensters auf Grund 
dieser Faktoren 1,25 Volt, was anzeigt, dass ein Maximum von Voh von 3,3 Volt mit 
herkominlicher CMOS-Technologie selbst in dem besten Fall nicht zu erreichen ist (das 
heiBt keine Prozess variationen). 

Fiir den Ausgangstreiber, der eine hohe Ausgangsspannung auf weniger als den Leis- 
tungszufuhr- bzw. Netzteilpegel treibt, kann, wie es fiir einen Ausgangstreiber mit 5 
Volt der Fall ware, der eine maximale Voh von 3,3 Volt treiben wiirde, eine Anlaufein- 
richtung mit n-Kanal verwendet werden und ware zu bevorzugen auf Grund der groBe- 
ren Mobilitat von MOS-Transistoren mit n-Kanal im Verhaltnis zu MOS-Transistoren 
mit p-Kanal. In diesem Fall muss die Gatespannung, die an die Anlaufeinrichtung mit n- 
Kanal (um sie einzuschalten) angelegt werden muss, oberhalb des minimalen Pegels von 
Voh, um zumindest die Schwellenspannung der Einrichtung sein. Es wird zu bevorzugen 
sein, dass eine exzessiv hohe Gatevorspannung an der Anlaufeinrichtung die Schaltungs- 
optionen beschranken wird, die zur Realisierung des verringerten Voh- 
Maximumausgangstreibers verfugbar sind. Wahrend die erforderliche Gatespannung 
entweder durch Vorspannen des Korperknotens der Anlaufeinrichtung mit n-Kanal zu 
seiner Source (das heiBt zu dem Ausgangsanschluss) oder durch Verwendung einer An- 
laufeinrichtung mit n-Kanal mit einer nattirlichen (nicht implantierten) Schwellenspan- 
nung verringert werden konnte, sind diese Optionen unerwunscht, wobei die Zerstorbar- 



keit der Schaltung zum Einklinken (in dem Fall, wo Vbs = 0) und die Instability und 
die verringerte Zuverlassigkeit von natiirlichen Vt-Transistoren in Betracht gezogen 
wird. 

Die Kombination dieser Faktoren hat den Aufbau und die Implementation der Aus- 
gangstreiberschaltung bzw. Treiberausgangsschaltung schwierig gemacht, in der das 
Betriebsfenster zwischen minimaiem Voh und maximale Voh beschrankt ist. Diese 
Schwierigkeit wird durch Funktionsanforderungen von hohen Schaltungsgeschwindig- 
keiten und auch durch Rausch- bzw. Storungsbetrachtungen in integrierten Schaltungen 
verschlimmert, die in etwa 18 Ausgangsschaltungen gleichzeitig haben. 

Wie es hier unten beschrieben wird, ist eine Schaltung entwickelt worden, um den pas- 
senden Antrieb fur den Ausgangsanschluss zur Verfiigung zu stellen, um den maximalen 
Voh einer niedrigen Spannung zu geniigen. Es ist jedoch entdeckt worden, dass es in 
verschiedenen Situationen wunschenswert ist, die Beschrankung des maximalen Voh zu 
sperren, so dass ein Vcc-Leistungszufuhrpegel an dem Ausgangsanschluss angesteuert 
bzw. betrieben werden kann. 

Ein Dokument nach dem Stand der Technik, die US- A-5, 197,033 offenbart eine integ- 
rierte Schaltung mit einer internen Leistungszufuhr bzw. Netzteil, um Abweichungen 
von Betriebsbedingungen und Herstellungstoleranzbedingungen zu kompensieren. Ver- 
schiedene Ausfuhrungsformen enthalten einen Anlauftreibertransistor, der einen Leitpfad 
hat, der zwischen einer Leistungszufuhrspannung und einem Ausgangsanschluss ange- 
koppelt ist, der eine Steuerelektrode hat; 

mit einer Schaltung zum Begrenzen des Antriebs des Anlauftreibertransistors in 
Reaktion auf eine Vprspannung; und 

eine Bezugsspannung und eine Regels chaining, die einen Ausgangsknoten zum 
Erzeugen der Vorspannung hat, wobei die Regelschaltung aufweist, einen Differenzver- 
starker mit einem Stromspiegelknoten, der einen Bezugsschenkel und einen Spiegel- 
schenkel hat, wobei der Bezugsschenkel auf eine Zielspannung anspricht, um einen ers- 
ten Strom zu leiten, wobei der Spiegelschenkel einen Transistor aufweist, der eine Sour- 
ce hat, die an die Leistungszufuhrspannung bzw. Netzteilspannung in einer Drain ange- 



schlossen ist, der den Ausgangsknoten definiert, wobei der Spiegelschenkel einen ge- 
spiegelten Strom in Reaktion auf den ersten Strom leitet und die Voispannung an der 
Drain des Transistors basierend auf dem gespiegelten Strom entwickelt. Die Vormagne- 
tisierungsstromquelle ist an den Bezugsschenkel und den Spiegelschenkel des Stromspie- 
gels angekoppelt und hat einen Eingang, der an einem Vorspannungseingangsanschluss 
angekoppelt ist, um die Summe der Strdme in den Bezugsspiegelschenkeln und folglich 
die Fahigkeit der Schaltung, Strom hervorzubringen, zu steuern. 

Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Ausgangstreiberschaltung 
zur Verfiigung zu stellen, die einen Ausgangsanschluss schnell steuern kann, wahrend 
ein relativ kleines Betriebsfenster fur die Ausgangsspannung mit hohem logischen Pegel 
in einer auswahlbaren Weise aufrecht erhalten wird. 

Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine derartige Schaltung zur 
Verfiigung zu stellen, die wahlweise in einem speziellen Testmodus auBer Funktion ge- 
setzt werden kann. 

Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine derartige Schaltung zur 
Verfiigung zu stellen, die wahlweise wahrend des Betriebs auBer Funktion gesetzt wer- 
den kann. 

Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine derartige Schaltung zur 
Verfiigung zu stellen, die programmierbar auBer Funktion Oder angestellt werden kann. 

Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen auswahlbaren hohen ma- 
ximaien Ausgangsspannungspegel zur Verfiigung zu stellen. 

Andere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden den Fachleuten im 
Stand der Technik vor Augen gefuhrt, die auf die nachfolgende Beschreibung zusammen 
mit ihren Darstellungen Bezug nehxnen. 



Die Erfindung kann in einer integrierten Schaltung als ein Ausgangstreibersystem bzw. 
Treiberausgangssystem realisiert sein, indem die Spannung, die an das Gate der Anlauf- 
einrichtung bzw. Starteinrichtung angelegt wird, auf eine Spannung oberhalb des Voh- 
Betriebsfensters, aber unterhalb der Leistungszufuhr der Schaltung eingestellt ist. Das 
System enthait Schaltungen zum Erzeugen der passenden Gatespannung fur die Anlauf- 
einrichtung basierend auf einer geregelten Spannung. Die geregelte Spannung wird 
durch eine Koinbinationsbezugsspannung und eine Spannungsregelschaltung erzeugt, wo 
die geregelte Spannung durch einen Spannungsschwellenwert verschoben wird, um es 
dem Ausgangstreiber bzw. Treiberausgang zu ermoglichen, eine n-Kanal-Einrichtung zu 
sein, deren Aufbauknoten bzw. Korperknoten ruckwarts geregelt bzw. vorgespannt oder 
mit Vormagnetisierungsstrom angesteuert ist. Die geregelte Spannung dient als die Vor- 
spannung in dem Ausgangspuffer, so dass die Ausgangsspannung des Ausgangspuffers, 
wie sie an das Gate der Anlaufeinrichtung mit n-Kanal angelegt wird, beschrankt ist. 
Eine Schaltung ist zur Verfugung gestellt, um wahlweise die Funktion auBer Kraft zu 
setzen bzw. auszuschalten, wie etwa in einem speziellen Testmodus, in Reaktion auf ein 
logisches Signal oder mittels Programmierung von Sicherungen, um eine Betreibbarkeit 
bzw. Ansteuerbarkeit mit mehreren hohen maximalen Spannungspegeln zu ermoglichen. 
Eine Einstellbarkeit der Sicherung der Bezugsspannung kann auch verwendet werden. 

GemaB einem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird zur Verfugung ge- 
stellt, eine Treiberausgangsschaltung bzw. eine Ausgangstreiberschaltung fur eine integ- 
rierte Schaltung, die aufweist einen Anlauftreibertransistor, der einen Leitefpfad hat, der 
zwischen einer Leistungszufuhrspannung bzw. Netzteilzufuhrspannung und einem Aus- 
gangsanschluss angekoppelt ist und der eine Steuerelektrode hat; eine Schaltung, um die 
Ansteuerung des Anlauftreibertransistors in Reaktion auf eine Vorspannung zu begren- 
zen; und eine Bezugsspannungs- und Spannungsregelschaltung, die einen Ausgangskno- 
ten hat, um die Vorspannung zu erzeugen, die aufweist, Mittel, um eine Vorgabe- bzw. 
Zielspannung auf der Grundlage der Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung zu erzeu- 
gen; einen Differenzverstarker mit einer Stromspiegellast, die einen Bezugsast und einen 
Spiegelast hat, wobei der Bezugsast- bzw. -zweig auf die Vorgabe- bzw. Zielspannung 
anspricht, um einen ersten Strom zu leiten, wobei der Spiegelast bzw. -zweig einen 
Transistor aufweist, der eine Source hat, die an die Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspan- 



nung angekoppelt ist, und eine Drain hat, die den Ausgangsknoten festlegt, wobei der 
Spiegelast einen gespiegelten Strom in Reaktion auf den ersten Strom leitet und die 
Spannung an der Drain des Transistors auf der Grundlage des gespiegelten Stromes er- 
halten wird; eine Vormagnetisierungsstromquelle, die an den Bezugsast und den Spie- 
gelast des Stromspiegels angekoppelt ist, die einen Eingang hat, der an den Vorspan- 
nungseingangsanschluss angekoppelt ist, urn die Summe der Strome in dem Bezugs- 
bzw. Referenz- und dem Spiegelast und folglich die Stromquellenleistung der Span- 
nungsreferenz- und Spannungspegelschaltung zu schalten; und eine Schaltung, die auf 
ein Sperrsignal reagiert, urn auswahlbar die Drain des Transistors auf die Leistungszu- 
fuhr- bzw. Netzteilspannung vorzuspannen, und einen Ausschalttransistor, der eine 
Steuerelektrode hat, die angekoppelt ist, um das Sperrsignal zu empfangen, um gleich- 
zeitig den Eingang der Vormagnetisierungsstromquelle auf das Erdpotenzial zu bringen. 

Die Erzeugungsmittel konnen einen Spannungstreiber aufweisen. 

Der Spannungstreiber kann uber Sicherung programmierbar sein. 

Das Sperr- bzw. Ausschaltsignal kann in Reaktion auf die Spannung an einem Anschluss 
der integrierten Schaltung erzeugt werden. 

Die Spannung kann durch Anbonden des Anschlusses der integrierten Schaltung an eine 
Spannung erzeugt werden, 

GemaB einem anderen Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren 
zum Steuern eines Anlauftreibertransistors gemafl dem Anspruch 10 zur Verfiigung ge- 
stellt. 

Das Verfahren kann ferner die Erzeugung des Sperr- bzw, Ausschaltsignals durch das 
Programmieren einer Sicherungsschaltung aufweisen. 

Das Verfahren kann ferner die Erzeugung des Sperr- bzw. Ausschaltsignals durch Ein- 
tritt in einen speziellen Testmodus aufweisen. 



Das Verfahren kann ferner die Erzeugung des Sperrsignals durch Bonden eines An- 
schlusses an eine Spannung aufweisen. 

Das Verfahren kann ferner die Erzeugung der Ziel- bzw. Vorgabespannung mittels eines 
Spannungstreibers aufweisen.^ 

Das Verfahren kann ferner die Programmierung der Ziel- bzw. Vorgabespannung mittels 
Sicherung durch Einstellen des Spannungstreibers aufweisen. 

Einige Ausfiihrungsformen der Erfindung werden nun im Wege eines Beispiels und un- 
ter Bezugnahme auf die begleitenden Darstellungen beschrieben, in denen: 

Fig. 1 ein elektrischer Schaltplan in einer Blockfonn von einer integrierten Spei- 
cherschaltung ist, die eine Ausgangstreiberschaltung gemaB der bevorzugten Ausfiih- 
rungsform nach der Erfindung enthalt. 

Fig. 2 ist eine Darstellung einer elektrischen Schaltung in einer Blockform der 
Ausgangstreiberschaltung gemaB der bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung. 

Fig. 3 ist eine schematische Darstellung einer Bezugsspannung und einer Regel- 
schaltung, die zum Verstandnis der vorliegenden Erfindung mitzlich ist. 

Fig. 4 ist ein elektrischer Schaltplan einer Vormagnetisierungsstromquelle in 
schematischer Form, wie sie in der Bezugsspannungs- und -regels chaining verwendet 
wird. 

Fig. 5 und 6 sind Zeitsteuerungsdiagramme des Betriebs der Bezugsspannungs- 
und -regelschaltung in der Abwesenheit bzw. der Gegenwart eines Verstellungs- bzw. 
Offsetkompensationsstromes . 

Fig. 7 ist ein elektrischer Schaltplan einer dynamische Vorspannungssteuer schal- 
tung in schematischer Form, wie sie in der Spannungsbezugs- und -regelschaltung ver- 
wendet wird. 

Fig. 8 ist ein Zeitsteuerungs- bzw. Zeitabstimmungsdiagrarnm, das den Betrieb 
der Schaltung nach Fig. 7 in einer integrierten Speicherschaltung darstellt. 

Fig. 9 ist ein elektrisches Diagramm einer Vormagnetisierungsstromquelle in 
schematischer Form, die programmierbare Vormagnetisierungsstrompegel enthalt. 



Fig. 10 ist ein eiektrischer Schaltplan von einer Spanmingsbezugs- und -re- 
gelschaltung in schematischer Form gemaB einer Ausfiihrungsform der Erfindung. 

Wie es aus der folgenden Beschreibung ersichtlich wird, wird es angenommen, dass die 
voriiegende Erfindung in vielen Arten von integrierten Schaltungen realisiert werden 
konnte, die digitale Ausgangssignale erzeugen. Beispiele von derartigen integrierten 
Schaltungen umfassen Speicherschaltungen des nur lesbaren Typs, des programmierba- 
ren, nur lesbaren Typs, der Typs mit wahlfreiem Zugriff (entweder statisch oder dyna- 
misch) und des FIFO-Typs, Zeitgeberschaltungen, Mikroprozessoren, Mikrocoinputer, 
Mikrosteuerungen bzw. -kontroller und andere logische Schaltungen des allgemeinen 
oder programmierbaren Typs. Zu Zwecken der Beschreibung wird die bevorzugte Aus- 
fiihrungsform der Erfindung fur das Beispiel einer integrierten Speicherschaltung be- 
schrieben, da Speicherschaltungen als haufig verwendet angenommen werden, urn Aus- 
gangsdaten fur eine integrierte Schaltung (wie etwa einen Mikroprozessor) zur Verfii- 
gung zu stellen, der eine niedrigere Leistungszufuhrspannung bzw. Netzteilspannung 
hat. 

Die Fig. 1 stellt ein Blockdiagramm eines Lese-/Schreibspeichers 10 dar, in dem die 
bevorzugte Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung realisiert ist. Der Speicher 10 
enthalt mehrere Speicherzellen, die in der Speicheranordnung 16 angeordnet sind. Im 
Allgemeinen wird der Speicher 10 betrieben, um eine Adresse mit M Bit zu empfangen 
und synchron zu einem Systemtakt ("CLK" genannt) eine Datenmenge mit N Bit aus- 
zugeben. Integerzahlen M und N werden durch den Konstrukteur gemaB der gewunsch- 
ten Speicherdichte und der DatenpfadgroSe ausgewahlt. Auf ausgewahlte Speicherzelle 
in der Speicheranordnung 16 wird mittels des Betriebes des Adressregisters 12, der 
Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 14 und dem Adressdekoder 17 in der herkommli- 
chen Weise, und wie es im Folgenden beschrieben wird, zugegriffen. Die Datenan- 
schliisse 28 ermoglichen den Kommunikation von Daten zu und von dem Lese- 
/Schreibspeicher 10, wahrend die Datenanschliisse 28 in diesem Beispiel allgemeine 
Eingangs-/Ausgangsanschliisse sind, ist es natiirlich verstandlich dass separate zugeord- 
nete oder gewidmete Eingangsanschlusse und Ausgangsanschliisse in dem Speicher 10 
alternativ in die Tat umgesetzt sein konnen. Daten werden aus den ausgewahlten Spei- 



cherzelien in der Speicheranordnung 16 iiber eine Leseschaltung 19 (die einen Lesever- 
starker, eine Pufferschaltung und dergleichen, wie es im Stand der Technik iiblich ist, 
enthalten kann) Ausgangspuffer 21 und Ausgangstreiber 20 gelesen; umgekehrt werden 
Daten in die ausgewahlte Speicherzelle in der Speicheranordnung 16 iiber Eingangstrei- 
ber 18 und eine Schreibschaltung 17 geschrieben. 

Das Adressregister 12 enthalt eine Integernummer M von Adresseingangen, die mit Ai 
bis Am benannt sind. Wie es im Stand der Technik der Speicher bekannt ist, ermoglichen 
die Adresseingange eine Adresse mit M Bit, urn an den Speicher 10 angelegt zu werden 
und in dem Adressregister 12 gespeichert zu werden. Bei diesem Beispiel ist der Spei- 
cher 10 von dem synchronen Typ und als solcher wird der Adresswert an den Adress- 
eingangen A in das Adressregister 12 uber CLK getaktet, wobei CLK so dem Adressre- 
gister 12 von der Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 14 durchgegeben wird. Sobald die 
Adresse gespeichert wird, legt das Adressregister 12 die Adresse der Speicheranordnung 
16 iiber den Adressdekoder 17 in der iiblichen Weise an. Die Zeitsteuerungs- und Steu- 
erschaltung 14 ist auch so dargestellt, dass sie einen verallgemeinerten Satz von Steuer- 
eingangen ("CTRL" genannt) hat, der dazu gedacht ist, verschiedene Steuer- und/oder 
Zeitsteuerungssignale in im Stand der Technik bekannter Weise darzustellen, wie etwa 
Lese-/Schreibfreigabe, Ausgangsfreigabe, Burstmodefreigabe, Chipfreigabe und derglei- 
chen. 

Bei diesem Beispiel empfangt der Speicher 10 eine elektrische Leistung von dem Leis- 
tungszufuhranschluss V cc und hat auch einen Bezugsspannungsanschluss GND. Gemafi 
der bevorzugten Ausfuhrungsform nach der Erfindung wird der Speicher 10 Ausgangs- 
daten an Datenanschliissen 28 zum Empfang durch eine andere integrierte Schaltung, die 
durch eine Leistungszufuhrspannung bzw. Netzteilspannung betrieben wild, die niedri- 
ger als die ist, die an dem Anschluss V cc des Speichers 10 anliegt, prasentieren. Zum 
Beispiel kann die Leistungszufuhrspannung, die an dem Anschluss Vcc des Speichers 10 
anliegt, nominal 5 Volt (relativ zu der Spannung am Anschluss GND) betragen, wahrend 
eine integrierte Schaltung, die Daten empfangt, die von dem Speicher 10 an den An- 
schlussen 28 vorgegeben werden, eine Leistungszufuhrspannung von nominal 3,3 Volt 
haben kann. Um diesen Zustand zu ermoglichen, muss die maximale Spannung, die 
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durch den Ausgangstreiber 20 des Speichers 10 an den Datenanschlussen 28 angesteuert 
wird, bei oder nahe dieser niedrigeren Leistungszufuhrspannung sein (das heiBt, bei oder 
nahe 3,3 Volt), urn eine Beschadigung der stromabwartigen integrierten Schaltung zu 
vermeiden. Wie es im Einzelnen nachfolgend beschrieben wird, ist die bevorzugte Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung dazu gedacht, urn eine solche Beschrankung 
des maximalen hohen Ausgangsspannungspegels zur Verfugung zu stellen, der durch den 
Ausgangstreiber 20 des Speichers 10 getrieben wird. 

Die Speicheranordnung 16 ist eine Standardspeicheranordnung, die gemaB der ge- 
wiinschten Dichte und Architektur dimensioniert und aufgebaut ist. Im Allgemeinen 
empfangt die Anordnung 16 dekodierte Adressensignale vom Adressdekoder 17 in Re- 
aktion worauf auf die gewunschte oder mehrere Speicherzellen zugegriffen wird. Eines 
der Steuersignale wahlt, wie oben bemerkt, aus, ob eine Lese- oder Schreiboperation 
durchzufiihren ist. In eineni Schreibbetrieb werden Eingangsdaten, die an Datenan- 
schliisse 28 angelegt werden und iiber Eingangspuffer 18 ubertragen werden, an ausge- 
wahlte Speicherzellen durch die Schreibschaltung 21 angelegt. Umgekehrt werden bei 
einer Leseoperation Daten, die in den ausgewahlten Speicherzellen gespeichert sind, 
durch eine Leseschaltung 19 an Ausgangspuffer 21 angelegt. Die Ausgangspuffer 21 
erzeugen dann Steuersignale fiir die Ausgangstreiber 20, urn digitale Ausgangsdatensig- 
nale an die Datenanschlusse 28 anzulegen. In jedem Falle werden interne Operationen 
des Speichers 10 durch die Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 14 in der herkdmmli- 
chen Weise gesteuert. 

GemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung enthalt der Speicher 10 ferner 
eine Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22. Die Ausgangspuffervorspannungsschal- 
tung 22 erzeugt eine Vorspannung an der Leitung VOHREF, die an die Ausgangspuffer 
21 angelegt wird, so dass die Steuersignale, die durch Ausgangspuffer 21 angelegt wer- 
den, in Folge die maximale Ausgangsspannung beschranken, die durch Ausgangstreiber 
20 an Datenanschlusse 28 angelegt werden. Wie in Fig. 1 aufgezeigt und wie es in wei- 
teren Einzelheiten unten beschrieben wird, wird die Ausgangspuffervorspannungsschal- 
tung 22 gemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung durch die Zeittaktungs- 



bzw. Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 14 gemaB der zeitlichen Taktung bzw. zeitli- 
chen Steuerung des Speicherzugriffszyklus gesteuert. 

Es wird nun auf Fig. 2 Bezug genommen, wobei der Aufbau der Ausgangspuffervor- 
spannungsschaltung 22 und ihr Zusammenwirken mit den Ausgangspuffern 21 und den 
Ausgangstreibern 20 gemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung nun in weiteren Einzelheiten beschrieben wird. Wie in Fig. 2 gezeigt, enthalt die 
Ausgangspuffervorspanmmgsschaltung 22 einen Spannungsbezug und Spannungsregler 
24, der eine geregelte Spannung VOHREF an seinem Ausgang erzeugt. Die Ausgangs- 
puffervorspannungsschaltung enthalt ferner eine Vormagnetisierungsstromquelle 26, die, 
wie es in weiteren Einzelheiten im Folgenden beschrieben wird, durch ein Taktsignal 
gesteuert wird, das an einer Leitung C50 durch die Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 
14 erzeugt wird; die Vormagnetisierungsstromquelle 26 erzeugt einen Vormagnetisie- 
rungsstrom Ibias , der durch den Spannungsbezug und Spannungsregler 24 zur Erzeugung 
der Spannung an der Leitung VOHREF verwendet wird. Auch gemaB dieser Ausfuh- 
rungsform der Erfindung empfangt der Spannungsbezug und Spannungsregler 24 einen 
Versatz- bzw. Offsetkompensationsstrom iwuLL von der Offsetkompensationsstromquelle 
28 . Die Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22 enthalt ferner eine Vt-Verschiebungs- 
bzw. -Verstellungsschaltung 30, die dazu dient, um die Spannung VOHREF einzustel- 
len. Der detaillierte Aufbau und Betrieb der Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22 
und ihre jeweiligen diese aufbauenden Blocke werden in weiteren Einzelheiten nachfol- 
gend beschrieben. 

Die Spannung VOHREF wird an jeden der Ausgangspuffer 21 angelegt. Die Ausgangs- 
puffervorspannungsschaltung 22 als soiche dient mehreren Ausgangspuffern 21; in vie- 
len Fallen kann abhangig von der Anzahl von Ausgangspuffern 21 eine einzelne Aus- 
gangspuffervorspannungsschaltung 22 ausreichen, um samtliche der Ausgangspuffer 21 
zu steuern. Jeder Ausgangspuffer 21 empfangt komplementare Dateneingange DATA, 
DATA*, die durch die Leseschaltung 19 (siehe Fig. 1) erzeugt werden. Zum Beispiel 
empfangt der Ausgangspuffer 21j komplementare Dateneingange DATAj, DATAj* (der * 
zeigt das logische Komplementar an). Jeder Ausgangspuffer 21 legt Steuersignale (fur 
den Ausgangspuffer 21j als PU Und PD gezeigt) an einen entsprechenden Ausgangstrei- 
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ber 20 an. Jeder Ausgangstreiber 20 betreibt einen entsprechenden Datenanschluss 28. 
Wahrend, wie in Fig. 1 gezeigt, Datenanschliisse gemeinsame bzw. allgemeine Ein- 
gangs-/Ausgangsanschliisse sind, ist die Eingangsseite (das heifit Dateneingangspuffer 
usw.) in Fig. 2 zu Zwecken der Verdeutlichung nicht gezeigt. 

In dieser Ausfuhrungsform der Erfmdung wird jeder Ausgangspuffer 21 als ein Push- 
Pull-Treiber mit n-Kanal verwirklicht. Wird insbesondere auf den Ausgangstreiber 20j 
Bezug genommen, der im Einzelnen in Fig. 2 gezeigt ist (es ist zu verstehen, dass die 
anderen Ausgangstreiber 20 gleichermaflen aufgebaut sind), ist der Anlauftransistor 32 
mit n-Kanal mit seiner Drain, die auf V cc vorgespannt ist, und mit seiner Source an den 
Datenanschluss 28j angeschlossen und der Ausschalttransistor 34 mit n-Kanal ist: mit sei- 
ner Drain an den Datenanschluss 28j angeschlossen und mit seiner Source gegeniiber 
Erde vorgespannt. Die Ausgangstreiber 20 enthaiten auch bevorzugt elektrostatische 
Entladungsschutzeinrichtungen (nicht gezeigt), wie es im Stand der Technik iiblich ist. 
Die Gates der Transistoren 32, 34 empfangen jeweils Steuersignale PU, PD von dem 
Ausgangspuffer 21. Wie es von jenen mit durchschnittlichem Fachwissen im Stand der 
Technik vorgezogen werden wird, muss, da Vcc (nominal z,B. 5 Volt) die Drain des 
Anlauftransistors 32 vorspannt bzw. vormagnetisiert, die Spannung an der Leitung PU, 
die an das Gate des Transistors 32 angelegt ist, genau gesteuert werden, urn sicherzu- 
stellen, dass die maximale Spannung, auf welche der Transistor 32 den Datenanschluss 
28j treibt, um eine logische 1 (zu bevorzugen als VoH-Maximum) anzulegen, nicht die 
Grenze (z.B. 3,3 Volt) iiberschreitet. Die Weise, auf welche diese Beschrankung gemafi 
der vorliegenden Ausfuhrungsform der Erfmdung realisiert wird, wird nachfolgend be- 
schrieben. 

Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist der Korper- bzw. Aufbauknoten Oder -anschluss des 
Anlauftransistors 32 mit n-Kanal bevorzugt eher gegeniiber dem Erdpotenzial vorge- 
spannt als beziiglich seiner Source an dem Datenanschluss 28j. Es wird durch die Fach- 
leute im Stand der Technik bevorzugt, dass dieser Korper- bzw. Aufbauanschluss fur 
den Anlauftransistor 32 mit n-Kanal vorzugs weise dazu ist, um die Empfindlichkeit bzw. 
Neigung zum Einklinken zu vermeiden. Wie es jedoch auch bevorzugt wird, wird diese 
Vorspannungsbedingung fur den Transistor 32 effektiv seine Schwellenspannung stei- 



gern, was es schwieriger macht, das Maximum der Voh, die durch den Ausgangstreiber 
20 getrieben wird, zu beschranken. Diese Schwierigkeit gibt es auf Grund der hoheren 
Spannung, mit der die Leitung PU angesteuert werden muss, um den Transistor 32 ein- 
zuschalten. Die bevorzugte Ausfiihrungsform nach der yorliegenden Erfindung, wie sie 
im Folgenden beschrieben wird, widmet sich dieser Schwierigkeit in einer derartigen 
Weise, um es dem Korper- bzw. Aufbauanschluss oder -knoten des Transistors 32 zu 
ermoglichen, um riickwarts geregelt zu werden (das heifit auf eine andere Spannung als 
die seiner Source) . 

Ausgangspuffer 

Der Aufbau des Ausgangspuffers 21j, wie er in Fig. 2 gezeigt ist, wird nun im Einzelnen 
beschrieben, wobei es verstandlich ist, dass die anderen Ausgangspuffer 21 gleicherma- 
Ben bzw. ahnliche aufgebaut sind. Der Ausgangspuffer 21j empfangt die Datenein- 
gangsleitungen DATA), DATAj*.an einem Eingang von jeweiligen NAND-Funktionen 
40, 42. Die Ausgangsfreigabeleitung OUTEN wird auch an einem Eingang von jeder der 
NAND-Funktionen 40, 42 empfangen, um eine Ausgangsfreigabefiinktion durchzufuh- 
ren, wie es im Folgenden beschrieben wird. 

Der Ausgang der NAND-Funktion wird an die Gates des Transistors 36 mit p-Kanal und 
des Transistors 38 mit n-Kanal angelegt. Der Transistor 36 mit p-Kanal ist mit seiner 
Source auf die Spannung VOHREF vorgespannt, die durch die Ausgangspuffervorspan- 
nungsschaltung 22 erzeugt wird, und ist mit seiner Drain an die Leitung PU angeschlos- 
sen. Der Transistor 38 mit n-Kanal ist mit seiner Drain an die Leitung PU angeschlossen 
und seine Source ist gegeniiber dem Erdpotenzial vorgespannt. Die Transistoren 36, 38 
bilden als solche einen herkommlichen CMOS-Inverter, um die Leitung PU mit dem 
logischen Komplementar des logischen Signals anzusteuern, das durch die NAND- 
Funktion 40 prasentiert wird. Die hohe Spannung jedoch, auf die die Leitung PU durch 
den Transistor 36 getrieben wird, ist auf die Spannung VOHREF beschrankt, die durch 
die Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22 erzeugt wird.. Da die Leitung PU an das 
Gate des Anlauftransistors 32 mit n-Kanal im Ausgangstreiber 20j angelegt wird, wird 



die Spannung VOHREF folglich die maximale Ansteuerung des Anlauftransistors 32 und 
folglich die Spannung, auf welche der Datenanschluss 28j getrieben wird, steuern. 

Auf der niedrigen Seite wird der Ausgang der NAND-Funktion 42 an den Eingang des 
Inverters 43 angelegt (der in diesem Fall durch Vcc vorgespannt wird). Der Ausgang des 
Inverters 43 betreibt die Leitung PD, die an das Gate des Ausschalttransistors 34 mit n- 
Kanal angelegt wird. 

Im Betrieb wird mit der Ausgangsfreigabeleitung OUTEN bei einem hohen logischen 
Pegel der Zustand der NAND-Funktionen 40, 42 durch den Zustand der Datenein- 
gangsleitungen DATAj, DATAj* gesteuert und werden das logische Komplementar von- 
einander sein (da die Dateneingangsleitungen DATAj, DATAj* das logische Komple- 
mentar voneinander sind). Ein hoher logischer Pegel an der Leitung DATAj wird folg- 
lich zu einem niedrigen logischen Pegel an dem Ausgang der NAND-Funktion 40 fuh- 
ren, wobei der Transistor 36 eingeschaltet wird, so dass die Spannung VOHREF an das 
Gate des Transistors 32 iiber die Leitung PU angelegt wird, wobei der Datenanschluss 
28j auf einen hohen logischen Pegel getrieben wird (beschrankt durch die Spannung von 
VOHREF, wie oben bemerkt); der Ausgang der NAND-Funktion 42 ist in diesem Zu- 
stand hoch (Datenleitung DATAj* ist niedrig), was, nach der Invertierung durch den 
Inverter 43, den Transistor 34 im Ausgangstreiber 20j ausschaltet. In dem anderen Da- 
tenzustand wird der Ausgang der NAND-Funktion 40 auf hohem logischen Pegel sein 
(die Datenleitung DATAj ist niedrig), wobei der Transistor 38 eingeschaltet wird, um 
die Leitung PU auf ein niedriges Potenzial zu Ziehen, um den Transistor 32 auszuschal- 
ten. Der Ausgang der NAND-Funktion 42 wird niedrig werden, was den Inverter 43 
dazu veranlasst, die Leitung PD auf ein hohes Potenzial zu treiben und den Transistor 
34 einzuschalten, wobei der Datenanschluss 28j auf ein niedriges Potenzial gebracht 
wird. Ist die Ausgangsfreigabeleitung OUTEN auf einem niedrigen logischen Pegel, 
werden die Ausgange der NAND-Funktionen 40, 42 auf einen hohen Pegel gezwungen, 
ungeachtet des Datenzustandes, der an die Dateneingangsleitungen DATAj, DATAj* 
angelegt ist; im Ergebnis sind beide Transistoren 32, 34 ausgeschaltet, wobei der Daten- 
anschluss 28j in einem Zustand mit hoher Impedanz gehalten wird. 



Wie oben bemerkt, bestimmt die Spannung an der Leitung VOHREF in dieser Ausfuh- 
rungsform der Erfindung die Ansteuerung, die an die Anlauftransistoren 32 mit n-Kanal 
in den Ausgangstreibern 20 angelegt wird. GemaB dieser Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist deshalb der Aufbau des Ausgangspuffers 21 bei der Bereitstellung der Spannung 
VOHREF an dem Gate des Anlauftransistors 32 besonders vorteilhaft, wie es rait einem 
Minimum an Transistoren realisiert ist und kann schnell schalten, urn schnelle Ubergan- 
ge an den Datenanschlussen 28 zu bewirken. Zusatzlich sind keine Serieneinrichtungen 
in den Ausgangstreibern 20 erforderlich, urn das VoH-Maximum gemaB dieser Ausfuh- 
rungsform der Erfindung zu beschranken, wobei derartige Serieneinrichtungen notwen- 
digerweise die Schaltgeschwindigkeit von Ausgangstreibern 20 beschranken und auch 
die Empfindlichkeit zur elektrostatischen Entladung und zum Einklinken einfuhren. Fer- 
ner ist keine Ureingabe bzw. Ureingabeprogranun von dem Gatetreiber zu dem Tran- 
sistor 32 mit n-Kanal gemaB dieser Ausfuhrungsform der Erfindung erforderlich, wobei 
folglich ein Spannungsumschwenken und StoBernpfindlichkeit vermieden werden. 

Der Aufbau der Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22 zum Angeben der passenden 
Spannung VOHREF, so dass der Speicher 10 bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung 
einen hohen logischen Pegel auf einen sicheren maximalen Pegel zum Empfang durch 
integrierte Schaltungen steuern kaim, die niedrigere Leistungszufuhrspannungen haben, 
wird nun im Einzelnen im Hinblick auf jede der Schaltungsfunktionen der Ausgangspuf- 
fervorspannungsschaltung 22, die in Fig. 2 gezeigt ist, beschrieben. 

Spannungsbezug und Spannungsregler mit VrVerschiebung bzw. -Shift 

Es wird nun auf Fig. 3 Bezug genommen, wobei der Aufbau und der Betrieb des Span- 
nungsbezugs- und -reglers 24 nun im Einzelnen in Zusammenarbeit mit den anderen Be- 
standteilen der Ausgangspuffervorspannungsschaltung 22 beschrieben wird, 

Wie in Fig. 3 gezeigt, ist der Spannungsbezug und -regler 24 in der Art eines Strom- 
spiegels aufgebaut. Die Transistoren 44 und 46 mit p-Kanal sind jeweils mit ihrer Sour- 
ce gegeniiber Vcc vorgespannt und sind mit ihren Gates aneinander angeschlossen. In 
dem Bezugsast dieses Stromspiegels ist die Drain des Transistors 44 an sein Gate und an 
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die Drain des Transistors 48 mit n-Kanal angeschlossen. Das Gate des Transistors 48 
mit n-Kanal ist an einen Spanmingsteiler angeschlossen, der aus Widerstanden 47, 49 
aufgebaut ist, die in Reihe zwischen Vcc und dem Erdpotenzial angeschlossen sirid, wo- 
bei das Gate des Transistors 48 an den Punkt zwischen den Widerstanden 47 und 49 an- 
geschlossen ist, um den gewiinschten Teil (z.B. 60%) der Leistungszuftihrspannung V« 
zu empfangen. Jeder Ast des Widerstandsteilers kdnnte alternativ aus einer Reihe von 
Widerstanden aufgebaut sein, die anfangs durch Sicherungen ausgeschaltet bzw. durch 
Kurzschliisse ausgeschaltet sind; das Offnen von ausgewahlten Sicherungen kann folg- 
lich die Programmierbarkeit der Spannung ermoglichen, die an das Gate des Transistors 
48 angelegt wird. 

Die Source des Transistors 48 ist an die Vormagnetisierungsstromquelle 26 angeschlos- 
sen. In dem Spiegelast dieses Stromspiegels ist die Drain des Transistors 46 am Aus- 
gangsknoten VOHREF an die Drain des Transistors 50 mit n-Kanal angeschlossen. Das 
Gate des Transistors 50 ist an den Knoten VOHREF iiber die Vt-Verstellungsschaltung 
30 in einer Weise angekoppelt, die in weiteren Einzelheiten im Folgenden beschrieben 
wird. Die Source des Transistors 50 mit n-Kanal ist an die Source des Transistors 48 in 
dem Bezugsast und foiglich etn die Vormagnetisierungsstromquelle 26 angeschlossen. 
Wie oben bemerkt, leitet die Vormagnetisierungsstromquelle 26 einen Strom i bias, der 
die Summe der Strome in den Bezugs- und Spiegelasten in dem Stromspiegel des Span- 
nungsbezugs und -reglers 24 sein wird (das heiflt, die Summe der Strome durch Tran- 
sistoren 48 und 50). Der Strom i bias wird primar durch den Transistor 52 mit n-Kanal 
erzeugt, der mit seiner Drain an die Sources der Transistoren 48 und 50 angeschlossen 
ist, mit seiner Source gegenuber Erde vorgespannt ist und dessen Gate durch die Vor- 
spannungsbezugsschaltung 54 gesteuert wird. Wie es ferner im Einzelnen unten be- 
schrieben wird, wird gemaB der bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung auch eine 
dynamische Vorspannungsschaltung 60 zum Steuern des Stromes Ibias eventuell zu be- 
stimmten Zeiten in dem Speicherzugriffszyklus verringert zu steuern, zur Verfugung 
gestellt (unter der Steuerung des Taktsignals C50), um die Ausgangsimpedanz des Span- 
nungsbezugs und -reglers 24 fur verschiedene Abschnitte des Speicherzugriffszyklus zu 
optimieren. 



18 



Die Vt-Verschiebe- bzw. -Shiftschaltung 30 stellt die Vorspannung des Gates des Tran- 
sistors 50 mit n-Kanal in dem Spiegelast des Spannungsbezugs und -reglers 24 bei dieser 
bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung zur Verfiigung, urn sicherzustellen, dass 
die Spannung VOHREF durch eine n-Kanal-Schwellenspannung nach oben verschoben 
bzw. verstellt wird, wobei in Betracht gezogen wird, dass die Spannung VOHREF an 
das Gate der Anlauftransistor 32 mit n-Kanal (iiber Ausgangspuffer 219 in den Aus- 
gangstreibern 21 angelegt wird. Die Art, in der diese Verschiebung bewirkt wird, wird 
im Folgenden an dem Betrieb des Spannungsbezugs und -reglers 24 beschrieben. 

Der Betrieb des Spannungsbezugs und -reglers 24 wird nun im Einzelnen an einem. 
Punkt in dem Speicherzyklus beschrieben, wahrend dem Ausgangsdaten an Datenan- 
schliissen 28 anzulegen sind. Die Vorspannungsbezugsschaltung 54 legt eine Vorspan- 
nung an das Gate des Transistors 52 mit n-Kanal an, um den Wert von biAs, der durch 
den Stromspiegel geleitet wird, einzustellen; die dynamische Vorspannungsschaltung 60 
ist zu diesem Zeitpunkt effektiv ausgeschaltet. Die geteilte Spannung, die durch Wider- 
stande 47, 49 erzeugt wird, die als eine Bezugsspannung an das Gate des Transistors 48 
mit n-Kanal angelegt wird, bestimmt das AusmaB, bis zu dem der Transistor 48 leitend 
ist und bestimmt folglich die Vorspannungsbedingung an der Drain des Transistors 44 
mit p-Kanal. Der durch den Transistor 44 geleitet Strom wird durch den Transistor 46 in 
dem Spiegelast gespiegelt und wird folglich ein Vielfaches des Stromes sein, der durch 
den Transistor 44 geleitet wird (wie es nachfolgend erortert wird). 

Die Spannung VOHREF an den Drains der Transistoren 46, 50 wird durch die Span- 
nung an den Drains der Transistoren 44, 48 durch die relative Grofie der Transistoren in 
der Schaltung und durch die Wirkung der Vt-Verschiebe- bzw. -Shiftschaltung 30 be- 
stimmt. Wie es im Stand der Technik der Stromspiegelschaltungen wohl bekannt ist, 
wird die Gatespannung des Transistors 50 dazu neigen, zu der an dem Gate des Tran- 
sistors 48 auf Grund der Riickkopplung der Spannung an der Leitung VOHREF zu dem 
Gate des Transistors 50 zu passen, wobei der Effekt eines Differenzverstarkers des 
Spannungsbezugs und -reglers 24 in Betracht gezogen wird. Die Vi-Verschiebeschaltung 
30 enthalt jedoch einen Transistor 56, der in der Art einer Diode mit seinem Gate an 
seine Drain an VOHREF angeschlossen ist und mit seiner Source an das Gate des Tran- 
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sistors 50 angeschlossen ist, so dass ein Schwellenspannungsabfall zwischen der Leitung 
VOHREF und dem Gate des Transistors 50 vorhanden ist. Der Transistor 56 ist ahnlich 
wie einer der Anlauftransistoren 32 mit n-Kanal in den Ausgangstreibern 20 aufgebaut, 
insbesondere indem er die gleiche oder eine ahnliche Gatelange hat und indem er die 
gleiche K6rper-/Aufbauanschlussvorspannung hat (z.B. gegeniiber Erdpotenzial). Der 
Transistor 58 mit n-Kanal ist mit seiner Drain an die Source des Transistors 56 ange- 
schlossen und wird durch die Vorspannungsbezugsschaltung 54 an seinem Gate gesteu- 
ert, um eine passende Stromleitung durch den Transistor 56 sicherzustellen, so dass ein 
genauer Schwellenwertspannungsabfall uber den Transistor 56 zugegen ist. 

Als ein Ergebnis der Vi-Verschiebungsschaltung 30 wird die Spannung an der Leitung 
VOHREF von der Bezugsspannung an dem Gate des Transistors 48 durch einen 
Schwellenwertspannungswert verstarkt, der nahezu zu der Schwellenwertspannung des 
Anlauftransistors 32 mit n-Kanal der Ausgangstreiber 20 passt. Diese zusatzliche 
Schwellenwertspannungsverschiebung ist notwendig, wobei in Betracht gezogen wird, 
dass die Spannung VOHREF an das Gate eines Ausgangstreibers 32 mit n-Kanal in den 
Ausgangstreibern 20 angelegt wird, wobei folglich eine angemessene Ansteuerung mit 
hohem Pegel sichergestellt wird. Die V t -Verschiebung wird durch die Schaltung 30 auf 
eine Weise bewirkt, die die Aus gangs impedanz des Spannungsbezugs- und -reglers 24 
und insbesondere die Impedanz zu dem Senkenstrom durch den Transistor 50 in dem 
Fall von Fluktuationen der Spannung VOHREF nicht steigert, die durch Schaltausgangs- 
puffer 21 verursacht werden. Die Realisierung der Schaltung 30 fiihrt auch eine mini- 
male Versatzspannung bzw. Offsetspannung in den Spannungsbezugs- und Spannungs- 
regler 24 ein und erfordert nur, ohne eine gesamte Stufe hinzuzufugen, zwei zusatzliche 
Transistoren 56, 58. 

Es ist natiirlich zu erwagen, dass die auf der Leitung VOHREF durch den Spannungsbe- 
zug und -regler 24 erzeugte Spannung angelegt werden konnte, um das Hochsetzen des 
logischen P.egels des Ausgangstreibers 20 in einer alternativen Weise zu der hier oben in 
Bezug auf den bevorzugten Losungsansatz zum Steuern der Spannungsquelle von An- 
lauftransistoren 36 in Ausgangspuffern 21 beschriebenen Weise zu steuern. Zum Bei- 
spiel kann die an der Leitung VOHREF erzeugte Spannung unmittelbar an das Gate ei- 
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nes Transistors in Serie mit dem AalauftransistQr im Ausgangstreiber 20 angelegt wer- 
den Oder bei einem anderen. Beispiel kann die an der Leitung VOHREF erzeugte Span- 
nung an das Gate eines Transistors in Serie mit dem Anlauftransistor im Ausgangspuffer 
21 angelegt werden; bei jeder dieser alternativen Falle beschrankt die Bezugsspannung 
an der Leitung VOHREF die an den Ausgangsanschluss angelegte Ansteuerung. Bei der- 
artigen Alternativen wird jedoch ein. Fachmann im Stand der Technik erkennen, dass der 
absolute Pegel der Bezugsspannung an der Leitung VOHREF von der verwendeten in 
der vorangehenden Beschreibung zu verschieben sein kann. * 

Versatz bzw. Offset kompensierende Stromquelle 

Fur den Spannungsbezugs- und Spannungsregler 24 ist es wiinschenswert, eine extrem 
niedrige Ausgangsimpedanz zu haben, so dass ein wesentlicher Strom an die Leitung 
VOHREF angeschlossen oder von der Leitung VOHREF abgeleitet werden kann, ohne 
eine signifikante Veranderung der Spannung an der Leitung VOHREF. Da, wie oben 
bemerkt, die Spannung an der Leitung VOHREF die maximale Ausgangshochpegelspan- 
nung VoH-Maximum so steuert, urn eine integrierte Schaltung, die die Ausgangslogik- 
signale an Datenanschliissen 28 empfangt, nicht zu beschadigen, wahrend immer noch 
die maximale Ausgangsansteuerung. zur Verfiigung gestellt wird, ist es wichtig, dass die 
Spannung an der Leitung VOHREF stetig nahe dem geregelten Pegel verbleibt. 

Im Spannungsbezug und -regler 24 ist es deshalb wtinschenswert, dass die Treiberfahig- 
keiten und folglich die TransistorgroBen (das heiflt das Verhaltnis der Kanalbreite zur 
Kanallange (oder W/L) der Transistoren 46 und 50 ziemlich grofi sind. Diese groBe 
GroBe fur die Transistoren 46, 50 wird es dem Spannungsbezug und -regler 24 ermogli- 
chen, schnell Strom zuzufiihren (von Vc C iiber Transistor 46 zur Leitung VOHREF) oder 
Strom abzuleiten (von der Leitung VOHREF iiber Transistoren 50, 52 zur Erde). Zum 
Beispiel kann das W/L des Transistors 46 in der GroBenordnung von 1200 liegen, das 
W/L des Transistors 50 kann in der GroBenordnung von 600 liegen und das W/L des 
Transistors 48 kann in diesem Beispiel in der GroBenordnung von 300 liegen. Zusatzlich 
ist es wiinschenswert, dass das W/L des Transistors 46 groBer als das des Transistors 44 
ist, so dass ein vergroBerbares Spiegelverhaltnis erhalten werden kann, wobei folglich 



der erzeugte Strom, der an der Leitung VOHREF verftigbar ist, gesteigert ist; femer ist 
es wiinschenswert, dass das W/L des Transistors 48 signifikant groBer als das des Tran- 
sistors 44 zur hdheren Verstarkung ist. Bei dem obigen Beispiel kann das W/L des Tran- 
sistors 44 in der GroBenordnung von 60 sein, wobei in diesem Fall das Spiegeiverhaltnis 
des Spannungsbezugs und -reglers 24 in der GroBenordnung von 20 sein wurde. Der 
maximal erzeugte Strom lsource max wird wie folgt bestimmt: 

i = i L 

soxizce max 3 IAS TkT 

Bei dem obigen Beispiel wird der maximal erzeugte Strom lsource max in der GroBenord- 
nung von 20 mal iBus sein. Der maximal verbrauchte bzw. abgefuhrte Strom des Span- 
nungsbezugs und -reglers 24 wird gleich sein iBus, was durch die Vormagnetisierungs- 
stromquelle 26 gesteuert wird. Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung wird es na- 
tiirlich bevorzugt, dass der erzeugte Strom den kritischeren Parameter fur diese Ausfuh- 
rungsform der Erfindung darstellen wird, da er das Einschalten der Anlauftransistoren 
32 in den Ausgangstreibern 21 steuert. 

Da jedoch die Strdme durch die Bezugs- und Spiegelaste des Spannungsbezugs und 
-reglers 24 nicht gleich zueinander sind, kann eine Versatzspannung bzw. Offsetspan- 
nung zwischen den Knoten an den Drains der Transistoren 44, 48 einerseits und den 
Drains der Transistoren 46, 50 andererseits entwickelt werden. Diese Versatzspannung 
kann in der GroBenordnung von 300 bis 400 mV sein und wird mit steigendem Ibias gro- 
Ber werden. 

Da ferner das W/L des Transistors 48 wesentlich groBer als das des Transistors 44 ist 
und auf Grund der Diodenkonfiguration der Transistoren 44 (das Gate ist an die Drain 
gebunden), ist der Transistor 44 nicht dazu in der Lage, die Spannung an der Drain des 
Transistors 48 (und dem Gate der Transistoren 44, 46) schnell auf ein hohes Potenzial 
zu bringen, falls notig. Zum Beispiel ist, wenn mehrere der Ausgangstreiber 21 gleich- 
zeitig deren jeweilige Anlauftransistoren 32 einschalten, eine wesentliche Stromzufuhr 



von dem Spannungsbezug und -regler 24 erforderlich, um die Spannung an der Leitung 
VOHREF auf dem passenden Pegel zu halten. Diese Stromzufuhr neigt dazu, anfanglich 
die Spannung an der Leitung VOHREF zu verringern, was in Folge die Spannung an 
den Drains der Transistor en 44, 48 in dem Bezugsast des Spannungsbezugs und -reglers 
24 verringert, da von dem Transistor 48 erwartet wird, zeitweise das meiste des Stromes 
iBULK zuzufuhren, der von der Stromquelle 26 erfordert wird, weil virtuell der gesamte 
Strom, der durch den Transistor 46 geleitet wird, zu der Leitung VOHREF gerichtet 
wird. Jedoch ist der Transistor 44 wegen seiner' relativ geringen GroBe (fur hohe Spie- 
gelverhaltnisse) nicht dazu in der Lage, die Spannung an seiner Drain selbst schnell an- 
steigen zu lassen; falls diese Spannung niedrig bleibt, sobald der Bedarf des Ein- 
schwingvorganges nach Stromzufuhr voriiber ist, wird die Spannung VOHREF ihre 
Spannung des gleichmafiigen Zustandes ubersteigen, weil die Transistoren 44 und 46 
durch die niedrige Spannung an ihren Gates kraftig eingeschaltet werden. Wie oben er- 
ortert, kann das Ubersteigen der Spannung VOHREF stromabwartige integrierte Schal- 
tungen beschadigen, die niedrigere Leistungszufuhrspannungen haben. 

Deshalb ist eine einen Versatz bzw. einen Offset kompensierende Stromquelle 28 zur 
Verfiigung gestellt, um Strom inull an den Spannungsbezug und -Tegler 24 an die Drains 
der Transistor 44, 48 anzulegen. Die GroBe des Vormagnetisierungsstromquellentran- 
sistors 52 muss deshalb angemessen sein, um den zusatzlichen Strom iNiux zu leiten, der 
in den Bezugsast des Spannungsbezugs und -reglers 24 uber den Stromspiegel zur Ver- 
fiigung gestellt wird. Natiirlich kann ein zusatzlicher Transistor parallel zu dem Tran- 
sistor 52 zur Verfugung gestellt werden, um diesen zusatzlichen Strom zu leiten. Der 
Strom iNuu ist dazu gedacht, den Strom pro Einheitskanalbreite, geleitet durch den 
Transistor 48 mit dem Strom pro Einheitskanalbreite, geleitet durch den Transistor 50, 
abzugleichen, so dass keine Versatzspannung resultiert, wie auch die Last bzw. Ladung 
des Transistors 48 auf den Transistor 44 erleichtert wird und die Spannung an den 
Drains der Transistoren 44 und 48 und folglich an den Gates der Transistoren 44, 46 
wird es ermoglicht, schnell auf einen hohen Pegel, wenn notig, gebracht zu werden. Das 
UberschieBen der Spannung an der Leitung VOHREF wird folglich verhindert. 



Es wird nun auf Fig. 4 Bezug genommen, wobei der Aufbau der Offset bzw. Versatz 
kompensierenden Stromquelle 28 im Einzelnen beschrieben wixd. In dieser Scbaltung 
wild die Offset kompensierende Stromquelle 28 durch die Vorspannungsbezugsschaltung 
54 in der Vormagnetisierungsstromquelle 26 gesteuert, urn die Zahl von Transistoren zu 
minimieren, die fur die Verwirklichung erforderlich ist; natiirlich kann die Offset kom- 
pensierende Stromquelle ibr eigenes Vorspannungsbezugsnetzwerk, falls gewiinscht, 
aufweisen. 

Die Vorspannungsbezugsschaltung 54 wird im Wege eines Transistors 62 mit p-Kanal 
verwirklicht, der mit seiner Source auf Vcc vorgespannt wird und dessen Gate durch eine 
Bezugsspannung PVBIAS vorgespannt wird, die durch eine herkommliche Spannungsbe- 
zugsschaltung erzeugt werden kann und anderswo im Speicher 10 verwendet wird. Der 
Transistor 64 mit n-Kanal ist in der Art einer Diode angeschlossen, wobei sein Gate und 
seine Drain an die Drain des Transistors 64 angeschlossen sind. Die GroBen der Tran- 
sistoren 62 und 64 sind ausgewahlt, urn sicherzustellen, dass der Transistor 62 mit p- 
Kanal fur die spezifizierte Spannung PVBIAS in Sattigung verbleibt. Zum Beispiel fiir 
eine Spannung PVBIAS von naherungsweise 2 Volt werden die Transistoren 62 und 64 
mit W/L-Verhaltnissen von naherungsweise 15 dem Transistor 62 in Sattigung aufrecht 
erhalten, wobei Vcc nominal 5 Volt betragt. Der gemeinsame Knoten an den Drains der 
Transistoren 62 und 64 stellt eine Bezugsspannung ISVR dar, die an das Gate des Tran- 
sistors 52 in der Vormagnetisierungsstromquelle 26 angeschlossen ist und an die Versatz 
kompensierende Stromquelle 28. 

Wegen der groBen Strome, die durch den Spannungsbezug und -regler 24 geleitet wer- 
den, wie auch den groBen Variationen der Prozessparameter und der Leistungszufuhr- 
spannungen, die iiber die Temperatur erwartet' werden, ist es wunschenswert, dass der 
Betrieb der Vorspannungsbezugsschaltung 54 so stabil wie moglich ist. Der Aufbau der 
Vorspannungsbezugsschaltung 54, der in Fig. 4 gezeigt ist, stellt eine solche Stabilitat 
zur Verfugung. In dem obigen Beispiel zeigen Simulationsergebnisse an, dass das Ver- 
haltnis von Maximum- zu Minimumstrom, die durch den Transistor 52 in der Vormag- 
netisierungsstromquelle 26 geleitet werden, wobei die Vorspannungsbezugsschaltung 54 
verwendet wird, urn die Gatespannung am Knoten ISVR liber Anderungen der Tempe- 



ratur, der Prozessparameter und der Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung einzustel- 
len, naherungsweise 1,17 betragt. 

Die den Versatz kompensierende Stromquelle 28 gemaB dieser Schaltung wird durch 
eine Stromspiegelschaltung verwirklicht, in der der Bezugsast einen Transistor 66 mit p- 
Kanal und einen Transistor 68 mit n-Kanal enthalt. Die Sources der Transistoren 66, 68 
sind auf V cc bzw. Erdpotenzial vorgespannt und deren Drains sind zusammengeschlos- 
sen. Das Gate des Transistors 68 mit n-Kanal empfangt die Bezugsspannung am Knoten 
ISVR von der Vorspannungsbezugsschaltung 54 und das Gate des Transistors 66 mit p- 
Kanal ist an den gemeinsamen Drainknoten der Transistoren 66, 68 angeschlossen und 
an das Gate des Transistors 69 mit p-Kanal in dem Spiegelast in der ublichen Weise von 
Stromspiegeln. Der Transistor 69 ist mit seiner Source auf V cc vorgespannt, so dass sein 
Drainstrom den Strom inull zur Verfiigung stellt. Die relativen GroBen der Transistoren 
66, 69 werden natiirlich das Spiegelverhaltnis bestimmen und folglich den Strom iNuu,; 
ein Spiegelverhaltnis in der GroBenordnung von 5 wird typisch sein, um einen Strom 
iwuLL von der Grofienordnung von 2,5 mA zu erzeugen. Wie oben bemerkt, muss genug 
Leistungsfahigkeit fur Strom fur den Transistor 52 zur Verfiigung gestellt werden, um 
diesen zusatzlichen Strom iNuix zu leiten; bevorzugt wird ein Transistor mit n-Kanal pa- 
rallel zu dem Transistor 52 zur Verfiigung gestellt, wobei sein Gate durch die Leitung 
ISVR gesteuert wird und der eine Grofie hat, der zu der Spiegelschaltung der Transisto- 
ren 66, 68, 69 passt, um den zusatzlichen Strom imjix in einer passenden Weise zu lei- 
ten. 

Es wird nun auf die Fig. 5 und 6 Bezug genommen, wobei die Wirkung der Versatz 
kompensierenden Stromquelle 28 auf den Betrieb des Spannungsbezugs und -reglers 24 
nun auf der Grundlage von Simulationen beschrieben wird. Die Fig. 5 stellt den Betrieb 
des Spannungsbezugs und -reglers 24 in dem Falle dar, wo der Strom iNuix Null ist und, 
mit anderen Worten, als wenn die den Versatz kompensierende Stromquelle 28 nicht 
vorhanden ware. Die Fig. 5 stellt die Spannung VOHREF an dem Ausgang des Span- 
nungsbezugs und -reglers 24, die Spannung V* 4 an dem gemeinsamen Drainknoten der 
Transistoren 44, 48 und die Ausgangsspannung DQ an einem der Datenanschlusse 28 
dar. Die Zeit to zeigt den kontinuierlichen gleichmaBigen Zustand dieser Spannungen in 
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dem Fall an, in dem samtliche Datenanschlusse 28 eine niedrige Ausgangsspannung ab- 
geben. In dem gleichmafiigen Zustand (steady-state) ist die Spannung VOHREF bevor- 
zugt auf 3,3 Volt (die niedrigere Leistungszufuhrspannung einer integrierten Schaltung, 
die die Ausgangsdaten vom Speicher 10 empfangt) plus einer n-Kanalschwellenwert- 
spannung (wobei in Betracht gezogen wird, dass der Anlauftransistor 32 im Ausgangs- 
treiber 20 eine Einrichtung mit n-Kanal ist). Zur Zeit ti, beginnen Datenanschlusse 28 
zu einem neuen Datenzustand zu schalten; in diesem Beispiel ist es der Zustand mit dem 
schlechtesten Fall, der, in dem samtliche (z.B. 18) Datenanschlusse 28 von einem nied- 
rigen logischen Pegel auf einen hohen logischen Pegel zu schalten sind. Wie in Fig. 5 
gezeigt, sobald dieses Schalten beginnt, wie durch die Spannung DQ, die anzusteigen 
beginnt, angezeigt, werden die Spannungen VOHREF und V44 auf Grund des signifi- 
kanten Sourcestromes abgesenkt, der durch Ausgangspuffer 21 an der Leitung VOHREF 
benotigt wird, was ihre Spannung herunter zieht. Die Spannung V44 fallt zu dieser Zeit 
auch ab, da der Strom durch den Transistor 50 auf nahezu Null reduziert ist (samtlicher 
Strom in dem Spiegelast wird durch die Ausgangspuffer 21 benotigt), wobei der Tran- 
sistor 48 gezwungen wird, virtuell den gesamten Strom Lb las zu leiten. Diese zusatzliche 
Leitung durch den Transistor 48 lasst in Folge die Spannung am Knoten V*» abfallen. 
Eine Zeit b zeigt das Ende des Einschwingvorgangs des Ausganges an, so dass die Be- 
anspruchung von Sourcestrom abzufallen beginnt, was es der Spannung an der Leitung 
VOHREF erlaubt, durch den Betrieb des Spannungsbezugs und -reglers 24 anzusteigen. 
Wie es jedoch oben bemerkt worden ist, verbleibt, weil die kleine Grofle und die Dio- 
denkonfiguration des Transistors 44, die erforderlich ist, urn das Spiegelverhaltnis gro8 
genug sein zu lassen, urn den Sourcestrom zur Verfiigung zu stellen, der durch die Aus- 
gangspuffer 21 benotigt wird, die Spannung am Knoten V<w fur eine signifikante Zeit auf 
niedrigem Pegel und beginnt nicht bis zur Zeit t3 (langsam) anzusteigen. So lange, wie 
die Spannung am Knoten Vh unter ihrem Wert des gleichmafiigen Zustandes verbleibt, 
welcher die Transistoren 44 und 46 stark eingeschaltet aufrecht erhalt, wird es der 
Spannung an der Leitung VOHREF ermoglicht, anzusteigen und steigt tatsachlich hinter 
seinem Wert des gleichmafiigen Zustandes urn eine signifikante Spanne (Vos) an. Dieser 
Anstieg von VOHREF hinter seinem gewunschten Wert kann dann iiber Ausgangspuffer 
21 und Ausgangstreiber 20 auf die Datenanschlusse 28 reflektiert werden, wobei in der 
Tat das Ausmafi erreicht werden konnte, um eine Beschadigung einer integrierten 



Schaltung mit niedrigerer Lieistungszufuhr zu verursachen, die an den Datenanschluss 28 
angeschlossen ist. 

Es wird nun auf Fig. 6 Bezug genommen, wobei der Betrieb des Spannungsbezugs und 
-reglers 24 fur das Beispiel, bei dem der Strom iwuix 2,5 mA betragt, dargestellt ist, auf 
der Grundlage der Simulation der gleichen Bedingungen wie die, die in Fig. 5 gezeigt 
sind, und wobei diese die gleiche Zeitskala wie Fig. 5 hat. Wie zuvor, verursacht die 
Schaltung, die zu der Zeit ti auftritt, dass die Spannungen VOHREF und V«4 abfallen. 
Jedoch unterstutzt der zusatzliche Strom iNutx, der an den gemeinsamen Drainknoten der 
Transistoren 44, 46 angelegt ist, bei der Aufladung dieses Knotens und im Ergebnis tritt 
die Zeit t3, zu welcher die Spannung V44 anzusteigen beginnt, viel eher nach der anfang- 
lichen Schaltzeit ti auf. Da die Spannung V44 anfangt, in diesem Falle schnell zu steigen, 
wird es der Spannung VOHREF nicht ermoglicht, ihren Wert des gleichmafiigen Zu- 
standes bzw. konstanten Zustandes um nahezu so viel zu iiber steigen, noch iiber nahezu 
eine so lange Zeit, wie in dem Fall nach Fig. 5 mit iNuix gleich Null. Die Beschadigung 
von integrierten Schaltungen mit niedriger Leistungszufuhr, die an Datenanschlusse 28 
angeschlossen sind, wird folglich vermieden. 

Dynamische Steuerung des Vormagnetisierungsstroms 

Wie es aus der vorangehenden Beschreibung offensichtlich ist, ist es wiinschenswert, 
dass die Ausgangsimpedanz des Spannungsbezugs und -reglers 24 so niedrig wie mog- 
lich wahrend derartige Zeiten ist, wenn Ausgangspuffer 21 und Ausgangstrfeiber 20 die 
Zustande der Datenanschlusse 28 schalten werden. Diese niedrige Ausgangsimpedanz 
ermoglicht signifikante Abgabe- und Aufnahmestrome, die durch den Spannungsbezug 
und -regler 24 zur Verfiigung zu stellen sind, ohne eine signifikante Modulation der 
Spannung VOHREF. Jedoch erfordert eine derartig niedrige Ausgangsimpedanz, dass 
der DC-Strom durch den Spannungsbezug und -regler 24 signifikant ist, wobei folglich 
ein signifikanter Leistungsverbrauch in gleichmafiigem Zustand und das entsprechende 
Ansteigen der Temper atur, das Abfallen der Zuverlassigkeit und eine Belastung der 
Leistungszufuhren des Systems verursacht werden, was alles unerwiinscht ist. 
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Es wird nun auf Fig. 7 Bezug genommen, wobei der Aufbau und der Betrieb der dyna- 
mischen Vorspannungsschaltung 60 beim Steuern des Vormagnetisierungsstromes bus 
innerhalb eines Speicherzugriffszyklus nun im Einzelnen beschrieben wird. Die dynami- 
sche Vorspannungsschaltung 60 wird als eine optionale Funktion in dem Spannungsbe- 
zug und -regler 24 fur Zwecke zum Verringern des dadurch gezogenen Stromes in 
gleichmaBigem Zustand zur Verfugung gestellt. Wie in Fig. 7 gezeigt, empfangt die dy- 
namische Vorspannungsschaltung 60 ein Taktsignal C50 und legt es an das Gate des 
Transistors 72 mit n-Kanal fiber einen Inverter 71 an. Der Transistor 72 ist mit seiner 
Drain an den Knoten ISVR an dem Ausgang der Vorspannungsbezugsschaltung 54 und 
an das Gate des Stromquellentransistors 52 angeschlossen. Die Source des Transistors 
72 ist an die Drain des Transistors 74 mit n-Kanal angeschlossen, welcher mit seinem 
Gate an den Knoten ISVR angeschlossen ist und dessen Source gegeniiber Erde vorge- 
spannt ist. 

Irii Betrieb wird, solange das Taktsignal C50 auf hohem Potenzial bleibt, der Transistor 
72 aus sein und die dynamische Vorspannungsschaltung 60 wird nicht die Gatevorspan- 
nung des Transistors 52 noch den Wert des dadurch geleiteten Stromes ibias beeintrachti- 
gen. Mit dem Tatktsignal C50 auf niedrigem Pegel wird der Transistor 72 jedoch einge- 
schaltet werden und die Spannung an dem Gate des Transistors 52 wird auf Grund der 
Transistoren 72, 74 verringert, die den Knoten ISVR in Richtung Erdpotenzial bringen 
und den dadurch geleiteten Strom reduzieren. 

Das Ausmafi, in dem die Gatevorspannung des Transistors 52 durch die dynamische 
Vorspannung 60 verringert wird, ist durch die GroBe des Transistors 74 im Verhaltnis 
zu der GroBe des Transistors 64 in der Vorspannungsbezugsschaltung 54 und im Ver- 
haltnis zu der GroBe des Transistors 52 bestimmt, wie es den Fachleuten im Stand der 
Technik klar sein wird. Diese Dimensionienmg kann Ieicht bestimmt werden, wobei in 
Betracht zu Ziehen ist, dass die Gate-Source-Spannung des Transistors 74 die gleiche wie 
die des Transistors 64 in der Vorspannungsbezugsschaltung 54 sein wird. Die Drain- 
Source-Spannung des Transistors 74 wird niedriger als die des Transistors 64 sein, je- 
doch urn den Betrag der Drain-Source-Spannung des Transistors 72, wenn er einge- 
schaltet wird, was typischerweise sehr klein, z.B. in der GroBenordnung von 100 mV, 



sein wird. Sind beide Transistoren 64, 74 in Sattigung, werden deren Drainstrome nicht 
significant durch deren Drain-Source-Spannungen beeintrachtigt und als solche konnen 
die Transistoren 64, 74 als in parallel zueinander geschaltet betrachtet werden, wenn der 
Transistor 72 eingeschaltet ist. Da der Strom im Transistor 52 den des Transistors 64 
spiegelt (parallel zu Transistor 74, wenn Transistor 72 eingeschaltet ist), steuert das 
Taktsignal C50 den Strom imAs, der das Stromspiegelverhaltnis des Transistors 64 zum 
Transistor 52 effektiv andert. 

Zum Beispiel in dem Fall, wo der Strom iBus auf 50 % von seinem vollen Wert, ausge- 
nommen wahrend des Schaltens von Ausgangen, zu reduzieren ist, werden die Kanal- 
breite und die Kanallange der Transistoren 64 und 74 die gleichen sein, falls die Kanal- 
breite und die Kanallange der Transistoren 64 und 52 die gleichen sind, wie in diesem 
Beispiel. Mit dem ausgeschalteten Transistor 72 wird der Strom imAs dem Strom iw 
durch den Transistor 64 in er Vorspannungsbezugsschaltung 54 gleichen. Mit dem ein- 
geschalteten Transistor 72 (Taktsignal C50 auf niedrigem Pegel) sind, wie oben be- 
merkt, die Transistoren 64 und 74 effektiv parallel zueinander und haben in diesem Bei- 
spiel eine Kanalbreite, die effektiv die doppelte des Transistors -52 ist. Das Stromspie- 
gelverhaltnis ist deshalb ein halb, da: 

wobei W52, We4, W74 die Kanalbreiten der Transistoren 52, 64, 74 sind (die Kanallangen 
werden als gleich angenommen. Die Summe W64 + W74 ist die effektive Kanalbreite der 
Transistoren 64 und 74 parallel zueinander. Folglich wird der Strom m\s um ein halb 
wahrend einer derartigen Zeit, wenn das Taktsignal C50 auf niedrigem Potenzial ist, 
verringert. 

Es wird nun auf Fig. 8 Bezug genommen, wobei der Betrieb der dynamischen Vorspan- 
nungsschaltung 60 und ihre Wirkung auf den Vormagnetisierungsstrom iBrAs innerhalb 
eines Speicherzugriffszyklus nun beschrieben wird. Die Zeit to stellt die Bedingung des 
Speichers 10 an dem Ende eines vorherigen Zyklus in dem gleichmaJiigen Zustand (stea- 



dy-state) dar. Die Datenanschlusse DQ stellen Ausgangsdatenwerte DATAo des friiheren 
Zyklus dar. Der Takt C50 ist zu dieser Zeit niedrig, da kein Schalten eines Ausganges 
auftritt. Folglich ist der Strom {bias bei der Halfte seines maximalen Wertes, da der 
Transistor 72 (Fig. 7) durch den Inverter 71 eingeschaltet ist, wobei der Transistor 74 
parallel zu dem Transistor 64 der Vorspannungsbezugsschaltung 54 gelegt wird und 
folglich wird das Spiegelverhaltnis des Transistors 52 verringert. Dies verringert den 
Strom Ibias, der dnrch den Spannungsbezug und -regler 24 wahrend Zeiten in dem Spei- 
cherzugriffszyklus gezogen wird, in denen ein Schalten eines Ausganges nicht erwartet 
wird und folglich wahrend denen nur der vorherige Datenzustand (das heiiJt DATAo) 
aufrechterhalten wird. Die Ausgangsimpedanz des Spannungsbezugs und -reglers 24 
kann relativ hoch wahrend dieser Zeit sein, jedoch wird die Spannimg an der Leitung 
VOHREF auf ihren korrekten Pegel des gleichihaBigen Zustandes (steady-state) aufrecht 
erhalten. 

Zu der Zeit ti wird ein neuer Speicherzugriffszyklus durch das Aktivwerden des Ein- 
gangstaktes CLK eingeleitet; alternativ kann z.B. in einem vollkommen statischen Spei- 
cher der Takt CLK einem Flankeniibergangserfassungsimpuls entsprechen, der durch die 
Erfassung eines Uberganges an Adress- oder Dateneingangsanschlussen des Speichers 
erzeugt wird. In Reaktion auf die fiihrende Flarike des Taktes CLK wird das Taktsignal 
C50 nach einer ausgewahlten Verzogerung entsprechend einer Zeit aktiviert, die sicher 
kleiner als die minimale erwartete Lesezugriffszeit des Speichers ist. Sobald das Takt- 
signal C50 zur Zeit h aktiv wird, wird der Transistor 72 dann durch den Betrieb des 
Inverters 71 ausgeschaltet. Dementsprechend wird das Stromspiegelverhaltnis des Tran- 
sistors 52 auf seinen Maximalwert (Einheit bzw. Gleichheit in diesem Beispiel) vor einer 
derartigen Zeit gebracht, wenn die Ausgangspuffer 25 und Ausgangstreiber 20 beginnen, 
Datenanschiiisse 28 in einen neuen Datenzustand zu treiben (das heifit DATAi). Nach 
einer anderen Verzogerungszeit, die ausreicht, urn sicherzustellen, dass der neue Daten- 
zustand DATAi stabil ist, geht das Taktsignal C50 auf einen niedrigen Pegel zuriick, der 
zur Zeit t3 nach Fig. 8 gezeigt ist. Dies wiederum schaltet den Transistor 72 ein, wobei 
ibias auf 50% seines Maximal wertes in diesem Beispiel verringert wird und folglich der 
durch den Spannungsbezug und -regler 24 gezogene DC-Strom verringert wird. 



Einstellbare Vormagnetisierungsstromquelle 



Es wird nun auf Fig. 9 Bezug genommen, wobei nun eine Vormagnetisierungsstrom- 
quelle 26' gemaB einer alternativen Schaltung im Einzelnen beschrieben wird. Die Vor- 
magnetisierungsstromquelle 26' stellt fur mehrere Einstellungspegel des Stroms Ibias fur 
den Spannungsbezug und -regler 24 zur Verfiigung, steuerbar entweder durch Taktsig- 
nale, wie in dem Fall der oben beschriebenen dynamischen Vorspannungsschaltung 60, 
oder durch Programmiersicherungen. 

Die Vormagnetisierungsstromquelle 26' bezieht die Vorspannungsbezugsschaltung 54 
und den Stromquellentransistor 52 ein, die, wie zuvor, an den Spannungsbezug und 
-regler 24 angeschlossen ist. Zusatzlich sind, wie oben in Bezug auf Fig. 7 beschrieben, 
Transistoren 72 und 74 vorgesehen, urn den Strom bus auf 50% seines fruheren Wertes 
zu verringern, wenn der Transistor 72 eingeschaltet ist bzw. wird. In diesem Fall wird 
jedoch das Gate des Transistors 72 durch eine NAND-Funktion 73 gesteuert, die das 
Taktsignal C50 an einem Eingang empfangt, und welche den Ausgang der Sicherungs- 
schaltung 75 am Knoten FEN50* am anderen Eingang empfangt. 

Die Sicherungsschaltung 75 stellt die Programmierbarkeit des Zustandes des Transistors 
72 in einer permanenten Weise zur Verfiigung. Eine derartige Programmierbarkeit kann 
in den friihen Stadien des Designs und der Herstellung des Speichers 10 nutzlich sein, 
wenn der optimale Wert von bus noch nicht bestimmt worden ist. Zusatzlich ist auch die 
Programmierbarkeit des Wertes von iwas wiinschenswert, falls die Prozessvariationen 
bei der Herstellung des Speichers 10 stark genug abweichen, so dass der optimale Wert 
von ibias bevorzugt nach anfanglichen Tests des Speichers 10 eingestellt wird. Falls z.B. 
der Speicher 10 prozessiert wird, um sehr kurze Kanalbreiten zu haben, kann der Wert 
von ibias bevorzugt durch Programmieren der Sicherungsschaltung 75 verringert werden, 
um den Transistor 72 zu samtlichen Zeiten eingeschaltet zu halten. Ferner kann man die 
Sicherungsschaltung 75 programmieren, um eine gewiinschte Ausgangsanstiegsrate aus- 
zuwahlen. 
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Der Aufbau der Sicherungsschaltung 75 kann auf irgendeine von einer Anzahl her- 
kommlicher Arten realisiert werden. Das Beispiel nach Fig. 9 hat einfach eine Sicherung 
76, die zwischen V« und dem Eingang des Inverters 77 angeschlossen ist, welche von 
ihrem Ausgang den Knoten FEN50* ansteuert. Die Transistoren 78 und 79 sind mit ih- 
ren Source-/Drainpfaden zwischen dem Eingang des Inverters 77 und dem Erdpotenzial 
angeschlossen. Das Gate des Transistors 78 empfangt ein Lei§tungseinschaltriicksetzsig- 
nal POR, so dass der Transistor 78 den Eingang des Inverters 77 auf das Erdpotenzial 
bei dem Einschalten bzw. Anlaufen des Speichers 10 zieht. Das Gate des Transistors 78 
ist an den Ausgang des Inverters 77 am Knoten FEN50* angeschlossen. Im Betrieb wird 
der Knoten FEN50* mit intakter Sicherung 76 durch den Betrieb des Inverters 77 auf 
niedrigem Potential gehalten. Mit offener Sicherung 76 wird ein Puis auf der Leitung 
POR den Eingang des Inverters 77 auf ein niedriges Potenzial Ziehen, wobei der Knoten 
FEN50* auf ein hohes Potenzial getrieben wird und der Transistor 78 eingeschalten 
wird, urn diesen Zustand aufrecht zu erhalten. 

Im Betrieb wird der Ausgang der NAND-Funktion 74 hoch sein, falls entweder das 
Taktsignal C50 oder der Knoten FEN50* niedrig bzw. auf niedrigem Potenzial ist. In- 
dem demgemaB die Sicherung 76 nicht aufgeschmolzen wird, wird der Knoten FEN50* 
auf niedrigem Potenzial gehalten, wobei der Ausgang der NAND-Funktion 70 hoch 
gehalten wird und der Transistor 72 unbedingt eingeschaltet bleibt. Mit der geoffneten 
Sicherung 76 wird das Taktsignal C50 den Zustand des Transistors 72 wie in dem oben 
beschriebenen Fall der Fig. 8 steuern. 

Natiirlich wird es erwogen, dass der Speicher 10 ohne Taktsignal C50 verwirklicht wer- 
den kann, so dass der Zustand des Transistors 72 lediglich von dem programmierten 
Zustand der Sicherungsschaltung 75 abhangt. 

Die Vormagnetisierungsstromquelle 26' gemafi dieser alternativen Schaltung enthalt 
auch Transistoren 72', 74', die in Reihe zwischen dem Knoten ISVR und dem Erdpoten- 
zial in gleicher Weise wie die zuvor beschriebenen Transistoren 72, 74 angeschlossen 
sind. Das Gate des Transistors 72 wird gleichermaBen durch die NAND-Funktion 73' in 
Reaktion auf den Zustand des Taktsignals C67 und auf die Sicherungsschaltung 75' uber 



den Rnoten FEN67* gesteuert. Jedoch wird die GroBe des Transistors 74' als unter- 
schiedlich von der des Transistors 74 ausgewahlt, so dass, wenn der Transistor 72' 
durch entweder das Taktsignal C67 oder durch die Sicherungsschaltung 75' eingeschaltet 
wird, der Strom bus ausgewahlt ist, urn bei einem anderen Teil seines maximalen Wer- 
tes zu sein. Falls z.B. die Kanalbreite des Transistors 74 1 die Halfte der des Transistors 
52 und des Transistors 64 in der Vorspannungsbezugsschaltung 54 ist (die gleiche Ka- 
nallange angenommen), dann betragt die effektive Kanalbreite der parallelen Kombinati- 
on von Transistoren 64, 74' die 1,5-fache Kanalbreite des Transistors 52. DemgemaB 
wird der Wert von 'm\s mit eingeschaltetem Transistor 74* zwei Drittel dessen seines 
maximalen Wertes mit dem ausgeschalteten Transistor 74' betragen. 

Natiirlich konnen andere Transistoren mit variierenden GroBen ahnlich in der Vormag- 
netisierungsstromquelle 26' realisiert werden, falls verschiedene Werte des Stromes bus 
erwiinscht sind, urn permanent programmiert oder zu bestimmten Zeiten des Speicher- 
zyklus getaktet zu sein bzw. zu werden. Zusatzlich konnen z.B. beide Transistoren 72, 
72' gleichzeitig eingeschaltet sein, um ferner den Strom bus zu verringern. Es ist in 
Betracht zu Ziehen, dass andere Kombinationen zur Reduktion des Stromes den Fach- 
leuten im Stand der Techriik vor Augen sind. 

GemaB dieser alternativen Schaltung kann deshalb der Wert des Vormagnetisierungs- 
stromes Ibias fur das bestimmte Design fur individuelle . Speicherschaltungen abhangig 
von dem Prozessparametern, wie sie durch elektrische Tests bestimmt sind, oder an spe- 
zifischen Punkten in der Zeit wahrend des Speicherzyklus optimiert werden. Diese Op- 
timierung ermoglicht die Optimierung des Kompromisses zwischen maximalem An- 
schlussstrom und Einfall- bzw. Senkstrom und minimaler Ausgangsimpedanz fiir die 
Spannungsreferenz und den -regler 24 einerseits und den durch den Spannungsreferenz 
und -regler 24 gezogenen Strom andererseits . Zusatzlich kann die gewunschte Aus- 
gangsanstiegsgeschwindigkeit bei dieser Optimierung ausgewahlt werden. 
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. VoH-Steuerung mit variablem Ausgang 

GemaB einer anderen alternativen Schaltung wird entweder mittels eines logischen Sig- 
nals Oder mittels Sicherungsprogrammierbarkeit die Auswahlbarkeit der VOHREF be- 
schrankenden Funktionen zur Verfiigung gestellt. GemaB dieser Ausfiihrungsform der 
Erfindung ist es zu erwagen, dass nicht samtliche Speicher des gleichen Designs ixir die 
Verwendung und Kombination mit anderen integrierten Schaltungen, die niedrigere 
Leistungszufuhren verwenden, spezifiziert werden konnen. Zum Beispiel kann ein Un- 
tersatz von diesen Speichern ein VoH-Maximum von 5,0 Volt haben, wahrend ein ande- 
rer Untersatz ein VoH-Maximum haben kann, das auf 3,3 Volt beschrankt ist. Zu Zwe- 
cken der leichten Herstellung und der Bestandsaufnahmesteuerung ist es zu bevorzugen, 
ein einziges Design integrierter Schaltungen zu haben, das zur Verwendung fur alles 
zweckmaBig ist, wo die Entscheidung zwischen 5,0 Volt oder 3,3 Volt VoH-Maximum in 
dem letzten moglichen Stadium des Herstellungsprozesses gemacht werden kann. Zu- 
satzlich kann die ZweckmaBigkeit von spezifischen Speicherchips fur einen Betrieb bei 
3,3 Volt von Prozessparametern abhangen, wie etwa der Stromzufuhr, so dass be- 
stimmte Speicher die Betriebsspezifikation mit 3,3 Volt nicht erfiillen kohnen, selbst 
falls die Begrenzungsfunktion fur VOHREF freigegeben ist, aber die Betriebsspezifika- 
tionen fur Speicher mit 5,0 Volt VoH-Maximum erfiillen wiirden. In diesem Fall ware es 
wunschenswert, die Auswahlbarkeit der VOHREF-Begrenzungsfunktionen nach dem 
elektrischen Test zu haben. 

Ferner kann es bei der Alternative ntitzlich sein, einen speziellen Testmodus fur den 
Speicher 10 zu haben, in welchem die VOHREF-Beschrankungsfunktion wahlweise frei- 
gegeben und gesperrt werden konnte. Es wird nun auf Fig. 10 Bezug genommen, wobei 
eine Ausfiihrungsform der Erfindung dargestellt ist, in der der Spannungsbezug und 
-regler 124 ahnlich bzw. gleichermaflen aufgebaut ist, wie der Spannungsbezug und 
-regler 24, der oben beschrieben ist, jedoch mittels eines externen Signals, einem spe- 
ziellen Testmodussignal oder der Programmierung einer Sicherungsschaltung gesperrt 
werden kann. Derartige Bestandteile, die der Spannungsbezug und -regler 24 und der 
Spannungsbezug und -regler 124 gemeinsam haben, werden durch das gleiche Bezugs- 



zeichen in Bezug genommen und werden im Hinblick auf den Spannungsbezug und 
-regler 124 nicht abermals beschrieben. 

Zusatzlich zu den zuvor beschriebenen Bestandteilen enthalt der Spannungsbezug und 
-regler 124 Transistoren 82, 84, 89 mit p-Kanal und einen Transistor 86 mit n-Kanal, 
die bestimmte Knoten auf V cc oder das Erdpotenzial in dem Falle zwingen, dass die Be- 
schrankungsfunktion fur VOHREF zu sperren ist, wie es durch den Ausgang des NOR- 
Gatters 80 angezeigt wird, wie es im Folgenden beschrieben wird. Jeder der Transisto- 
ren 82, 84, 89 mit p-Kanal ist mit seiner Source auf Vcc vorgespannt und ihre Gates 
empfangen die Leitung LIMOFF* von dem Ausgang des NOR-Gatters 80. Die Drain des 
Transistors 82 ist an die Gates der Transistoren 44, 46 in dem Stromspiegel des Span- 
nungsbezugs und -reglers 124 angeschlossen, wobei die Drain des Transistors 84 an die 
Leitung VOHREF an dem Ausgang des Spannungsbezugs und -reglers 124 angeschlos- 
sen ist, und die Drain des Transistors 89 ist an den Eingang der Vorspannungsbezugs- 
schaltung 54 angeschlossen. Der Transistor 86 mit n-Kanal ist mit seiner Drain an den 
Knoten ISVR in der Vormagnetisierungsstromquelle 26 angeschlossen, wobei seine 
Source am Erdpotenzial angeschlossen ist und wobei sein Gate das Signal LIMOFF* 
nach der Inversion durch den Inverter 87 empfangt. Gemafi dieser Ausfuhrungsform der 
Erfindung wird das Durchgangsgatter 88 zwischen der Spannnng PVBIAS und der Vor- 
spannungsbezugsschaltung 54 zur Verfiigung gestellt und wird durch Wahr- und Kom- 
plementarsignale basierend auf dem Signal LIMOFF* gesteuert. 

Falls im Betrieb die Leitung LIMOFF* an dem Ausgang der NOR-Funktion 80 auf ei- 
nem hohen logischen Pegel ist, sind die Transistoren 82, 84, 86, 89 allesamt ausge- 
schaltet und das Durchgangsgatter 88 ist eingeschaltet; in diesem Fall arbeitet der Span- 
nungsbezug und -regler 124, um die Spannung an der Leitung VOHREF in der hier oben 
beschriebenen Weise fur den Spannungsbezug und -regler 24 zu begrenzen. 

Falls jedoch die Leitung LIMOFF* an dem Ausgang der NOR-Funktion 80 auf einem 
niedrigen logischen Pegel ist, werden die Transistoren 82, 84, 86, 89 allesamt einge- 
schaltet und das Durchgangsgatter 88 wird ausgeschaltet. In diesem Zustand wird die 
Leitung VOHREF auf 5,0 Volt gezwungen und folglich ist die an die Ausgangspuffer 21 



angelegte Drainspannung (und folglich die an das Gate der Anlauftransistoren 32 in den 
Ausgangstreibera 20 angelegte) nicht auf einen reduzierten Pegel begrenzt. Um den DC- 
Strom, der durch den Spannungsbezug .und -regler 124 gezogen wird, zu minimieren, 
werden verschiedene Knoten darin auch auf bestimmte Spannungen gezwungen. In die- 
sera Beispiel werden die Gates von Transistoren 44, 46 durch den Transistor 82 auf V cc 
gezogen, wobei folglich sowohl der Bezugsast als auch der Spiegelast in dem Span- 
nungsbezug und -regler 124 ausgeschaltet werden. Das Durchgangsgatter 88 schaltet die 
Spannung BVBIAS von der Vorspannungsbezugsschaltung 54 weg, wobei der Transistor 
89 den Eingang der Vorspannungsbezugsschaltung 54 auf Vcc zieht, und der Transistor 
86 zieht den Knoten ISVR auf Erdpotenzial, wobei folglich Transistoren 52 und 58 aus- 
geschaltet werden. Natiirlich kann der Ausgang der NOR-Funktion 80 auch an die Kno- 
ten ohne einen Versatz kompensierende Stromquelle 28, eine Vorspannungsbezugs- 
schaltung 54 und dergleichen, wie es wtinschenswert ist, angeschlossen werden. 

In diesem Beispiel der Erfindung empfangt die NOR-Funktion 80 drei Eingange, von 
denen irgendeiner, der auf einem hohen logischen Pegel ist, die Leitung LIMOFF* dazu 
veranlassen wird, auf einen niedrigen logischen Pegel gesteuert zu werden. Ein erster 
Eingang ist das logische Signal DIS, das anderswo im Speicher 10 erzeugt werden kann, 
z.B. in der Zeitgeber- bzw. Zeitsteuerungs- und Steuerschaltung 14; z.B. kann eine be- 
stimmte Kombination von Eingangen oder Befehlen an den Speicher 10 angelegt werden, 
so dass das logische Signal DIS aktiviert wird. Ein zweiter Eingang der NOR-Funktion 
80 am Knoten FDIS wird durch eine Sicherungsschaltung 90 erzeugt. Die Sicherungs- 
schaltung 90 ist, wie oben in Bezug auf die Sicherungsschaltung 75 beschrieben, aufge- 
baut, so dass der Knoten FDIS auf einem niedrigen logischen Pegel mit der intakten Si- 
cherung ist, und auf einem hohen logischen Pegel, falls die Sicherung geschmolzen bzw. 
zerschossen ist. 

GemaB dieser Ausfiihrungsform der Erfindung kann ein spezieller Priifkontakt TP auch 
die Freigabe und Sperrung des Spammngsbezugs und -regleis 124 wahrend elektrischer 
Tests an dem Waferstadium steuern (das heifit vor der Verpackung bzw. Verkapselung). 
Der Priifkontakt TP ist an den Eingang des Inverters 9.1 angeschlossen, der den Knoten 
TDIS ansteuert, der als ein Eingang der NOR-Funktion 80 empfangen wird. Der Tran- 



sistor 92 ist mit seinem Source-VDrainpfad zwischen dem Eingang des Inverters 91 und 
dem Erdpotenzial angeschlossen, und ist mit seinem Gate an den Knoten TDIS an dem 
Ausgang des Inverters 91 angeschlossen. Der Transistor 93 ist mit seinem Source- 
/Drainpfad zwischen dem Eingang des Inverters 91 und dem Erdpotenzial angeschlossen 
und sein Gate wird durch das Leistungseinschaltrucksetzsignal POR gesteuert. 

Falls der Priifkontakt TP im Betrieb bei Vcc gehalten wird, wird der Inverter 91 den 
Knoten TDIS auf ein niedriges Potenzial zwingen. Falls jedoch der Priifkontakt TP offen 
gelassen wird oder an Erdpotenzial angeschlossen ist, wird dieser beim Einschalten des 
Transistors 93 den Eingang des Inverters 91 auf ein niedriges Potenzial ziehen, wobei 
ein hoher logischer Pegel am Knoten TDIS erzwungen wird, der wahrend des Betriebs 
des Transistors 92 aufrecht erhalten wird. Es wird erwogen, dass der Testkontakt TP 
folgltch die Freigabe und die Sperrung des Spannungsbezugs und -reglers 124 wahrend 
eines elektrischen Testes steuern kann. Abhangig von dem Ergebnis einer solchen Pru- 
fung kann der Priifkontakt TP uber einen Draht an Vcc angebondet werden, falls der 
Spannungsbezug und -regler 124 permanent freizugeben ist oder offen gelassen wird 
(bevorzugt mit Erdpotenzial fest verdrahtet), falls der Spannungsbezug und -regler 124 
permanent fur einen bestimmten Speicher 10 zu sperren ist. 

Eine derartige wahlweise Freigabe und Sperrung der Funktion zur Begrenzung von Voh 
des Spannungsbezugs und -reglers gemaB der vorliegenden Erfindung ist in Erwagung 
zu ziehen, um die Herstellungssteuerung von integrierten Schaltungen, die die Funktion 
enthalten, zu verbessern. Insbesondere konnen integrierte Schaltungen entsprechend den 
verschiedenen Spezifikationsgrenzen aus dem gleichen Design mit Auswahl der maxi- 
mal en Spannung Voh, die spat im Herstellungsprozess gemacht wird, nach elektrischen 
Tests hergestellt werden. Wie zusatzlich obeu bemerkt, kann eine Programmierung mit- 
tels Sicherung bzw. Sicherungen verwendet werden, um den Spannungsteiler einzustel- 
len, der die Eingangsspannung an die Spannungsbezugs- und -regelschaltung anlegt, was 
eine zusatzliche Feineinstellung der gewunschten maximalen Spannung Voh ermoglicht. 

Wahrend die Erfindung hierin in Bezug auf ihre bevorzugten Ausfuhrungsformen be- 
schrieben worden ist, ist es natiirlich in Erwagung zu ziehen, dass Modifikationen dieser 
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Ausfuhrungsformen oder Alternativen dazu, wobei solche Modifikationen und Alternati- 
ven die Vorteile und Vorziige dieser Erfindung erzielen, den Fachleuten im Stand der 
Technik vor Augen gefiihrt werden, die auf diese Beschreibung und ihre Darstellungen 
Bezug nehmen. Der Bereich diese Erfindung ist, wie er nachfolgend hierin beansprucht 
wird. 
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1. Treiberausgangsschaltung bzw. Ausgangstreiberschaltung fiir eine integrierte Schal- 
tung, die aufweist: 

einen Anlauftreibertransistor (32), der einen Leiterpfad hat, der zwischen einer 
Leistungszufuhrspannung bzw. Netzteilzufuhrspannung (VCC) und einem Ausgangsan- 
schluss (28) angekoppelt ist, und der eine Steuerelektrode hat; 

eine Schaltung (21), urn die Ansteuerung des Anlauftreibertransistors in Reaktion auf 
eine Vorspannung (VOHREF) zu begrenzen; und 

eine Bezugsspannungs- und Spannungsregelschaltung (24), die einen Ausgangs- 
knoten hat, um die Vorspannung zu erzeugen, die aufweist: 

Mittel (47, 49), um eine Vorgabe- bzw. Zielspannung auf der Grundlage der 
Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung zu erzeugen; 

einen Differentialverstarker (48, 50) mit einer Stromspiegellast (44, 46), die ei- 
nen Bezugsast (44, 48) und einen Spiegelast (46, 50) hat, wobei der Bezugsast- bzw. - 
zweig auf die Vorgabe- bzw. Zielspannung anspricht, um einen ersten Strom zu leiten, 
wobei der Spiegelast bzw. -zweig einen Transistor aufweist, der eine Source hat, die an 
die Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung angekoppelt ist, und eine Drain hat, die den 
Ausgangsknoten festlegt, wobei der Spiegelast einen gespiegelten Strom in Reaktion auf 
den ersten Strom leitet und die Vorspannung an der Drain des Transistors auf der 
Grundlage des gespiegelten Stromes erhalten wird; 

eine Vormagnetisierungsstromquelle (52), die an den Bezugsast und den Spiege- 
last des Stromspiegels angekoppelt ist, die einen Eingang hat, der an den Vorspannungs- 
eingangsanschluss angekoppelt ist, um die Summe der Strome in dem Bezugs- bzw. Re- 
ferenz- und dem Spiegelast und folglich die Stromquellenleistung der Spannungsrefe- 
renz- und Spannungsregelschaltung zu steuern; und 



eine Schaltung (80, 84), die auf ein Sperrsignal reagiert, urn auswahlbar die 
Drain des Transistors auf die Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung vorzuspannen, 
und einen Ausschalttransistor (86), der eine Steuerelektrode hat, die angekoppelt ist, urn 
das Sperrsignal zu empfangen, urn gleichzeitig den Eingang der Vormagnetisierungs- 
stromquelle auf das Erdpotential zu bringen. 

2. Ausgangstreiber nach Anspruch I, wobei der Differentialverstarker ein Paar auf- 
weist, deren Sources gekoppelt sind, wobei einer des Paares (48) in dem Bezugsast an- 
geordnet ist und der andere von dem Ast (50) in dem Spiegelast angeordnet ist, und wo- 
bei die Bezugsspannungs- und Spannungsregelschaltung (24) ferner aufweist, eine 
Schwellenwertverstellungsschaltung (30), die aufweist, eine Diode, die an einen Tran- 
sistor (56) angeschlossen ist, der zwischen der Drain des Spiegelasttransistors (46) und 
der Steuerelektrode des anderen Transistors (50) des Paares angeschlossen ist, wobei die 
SchwellenwertveTstellschaltung (30) ferner aufweist, einen zweiten Transistor (58), der 
die Steuerelektrode' an das Erdpotential anschlieflt, wobei der zweite Transistor der 
Schwellenwertverschiebeschaltung (30) eine Steuerelektrode hat, die an den Eingang der 
Vormagnetisierungsstromquelle (52) angeschlossen ist, wodurch der zweite Transistor 
gesperrt wird, wenn die Vormagnetisierungsstromquelle gesperrt ist. 

3. Ausgangstreiber nach Anspruch 2, wobei dieser ferner aufweist, eine Vorspan- 
nungs- bzw. Vorbelastungsbezugsschaltung (54); urn eine Vorbezugsspannung far die 
Vormagnetisierungsstromquelle zu erzeugen, wobei die Vorspannungs- bzw. Vorbelas- 
tungsreferenzschaltung einen Eingang hat, der iiber ein Durchgangsgatter (88) an den 
Vorspannungseingangsanschluss (PVB) angeschlossen ist, wobei das Durchgangsgatter 
eine Steuerelektrode hat, die betreibbar ist, urn wahlweise den Vorspannungseingangsan- 
schluss (PVB) von der Vorspannungs- bzw. Vorbelastungsbezugsschaltung gleichzeitig 
mit dem Ansteuern bzw. Anschalten der Vormagnetisierungsstromquelle auf das Erdpo- 
tential abzuschalten bzw. abzukoppeln. 

4. Ausgangstreiber nach Anspruch 3, der ferner aufweist, einen Ausschalt- bzw. 
Sperrtransistor (39), der einen Leiterpfad hat, der zwischen dem Eingang der Vorspan- 



nungsbezugsschaltung (54) und der Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung angeschlos- 
sen ist. 

5. Ausgangstreibeischaltung naeh Anspruch 1, wobei der Stromspiegel ferner einen 
an erne Diode angeschlossenen P-Transistor (44) aufweist. der an die Steuerelektrode 
des Transistors (46) des Spiegelastes angeschlossen ist, und ferner aufweist, einen 
zweiten Ausschalt- bzw. Sperrtransistor (82), wobei ein zweiter Ausschalt- bzw. Sperr- 
transistor (82) zwischen der Steuerelektrode des Transistors (46) des Spiegelastes und 
einer Leistungszufuhr- bzw. Netzteilspannung angeschlossen ist, und der eine Steuer- 
elektrode hat, die angekoppelt ist, urn das Ausschalt- bzw. Sperrsignal zu empfangen. 

6. Ausgangstreiberschaltung nach Anspruch 1, wobei die Schaltung zum Begrenzen 
der Ansteuerung bzw. des Antriebes des Anlauftreibertransistors aufweist, einen Aus- 
gangspuffer, der einen Eingang zum Empfangen eines Datensignals hat, und der einen 
Ausgang hat, der an die Steuerelektrode mit einem Anlauftreibertransistor angeschlossen 
ist, wobei der Ausgangspuffer angeschlossen ist, um ein Vorspannungssignal zu emp- 
fangen, das niedriger als die Leistungszufuhr bzw. Netzteilspannung ist. 

7. Ausgangstreiber nach Anspruch 6, wobei der Ausgangspuffer aufweist: 

einen Pufferanlauftransistor, der einen Leitungspfad hat, der zwischen der Vor- 
spannung und der Steuerelektrode des Anlauftreibertransistors angeschlossen ist, und der 
eine Steuerelektrode hat, die angekoppelt ist, um das Datensignal zu empfangen; 

einen Pufferbrems- bzw. -ausschalttransistor, der einen Leiterpfad hat, der zwi- 
schen der Steuerelektrode des Anlauftreibertransistors und der Bezugsspannung ange- 
schlossen ist und der eine Steuerelektrode hat, die angekoppelt ist, um das Datensignal 
zu empfangen; 

8. Ausgangstreiberschaltung nach Anspruch 1, wobei das Sperrsignal ein getaktetes 
Signal ist. 

9. Ausgangstreiberschaltung nach Anspruch 1, die ferner aufweist: 



eine Sicherungsschaltung, ura das Sperrsignal in Reaktion auf den Zustand einer 
Sicherung bzw. Schmelzsicherung zur Verfugung zu stellen. 

10. Verfahren zum Steuern eines Anlauftreibertransistors (32) in einem Ausgangs- 
treiber, um einen hohen logischen Ausgangspegel an einem Ausgangsanschluss zur Ver- 
fiigung zu stellen, der eine Spannung hat, die niedriger als eine Leistungszufiihr- bzw. 
Netzteilspannung ist, das die Schritte aufweist: 

ein Begrenzungsmodus-Sperrsignal (LIMOFF) wird in einem ersten Zustand oder 
in einem zweiten Zustand empfang en; 

in Reaktion auf den Empfang des Begrenzungsmodus-Sperrsignals (LIMOFF) in 
dem ersten Zustand wird an einem Schaltungsknoten (VOHREF) eine Bezugsausgangs- 
spannung erzeugt, indem ein Stromspiegelast bzw, -zweig (46, 50) gesteuert wird, wo- 
bei das AusmaB, in dem ein Transistor (48) in dem Bezugsast bzw. -zweig leitend ist, 
durch eine Vorgabe- bzw. Zielspannung auf der Grundlage der Leistungszufiihr- bzw, 
Netzteilspannung gesteuert wird, und wobei der Strom durch den Spiegelast die Aus- 
gangsbezugsspannung bestimmt; 

in Reaktion auf den Empfang des Begrenzungsmodus-Sperrsignals (LIMOFF) in 
dem zweiten Zustand wird der Schaltungsknoten (VOHREF) an die Leistungszufuhr- 
bzw. Netzteilspannung angeschlossen (84); 

der Schaltungsknoten wird an den Anlauftransistor (36) in einem Ausgangspuffer 
angeschlossen, um eine Vorspannung daftir zur Verfugung zu stellen; 

in Reaktion auf den Empfang eines Dateneingangssignals, das anzeigt, dass der 
Ausgangstreiber dazu in der Lage ist, um einen Ausgang mit hohem logischem Pegel zur 
Verfugung zu stellen, und wenn das Begrenzungsmodus-Sperrsignal in dem ersten Zu- 
stand ist, wird der Anlauftransistor (36) in dem Ausgangspuffer eingeschaltet, um die 
Ausgangsbezugsspannung an die Steuerelektrode des Anlauftreibertransistors (32) anzu- 
legen; und 

in Reaktion auf den Empfang eines Dateneingangssignals, das anzeigt, dass der 
Ausgangstreiber in der Lage ist, um einen Ausgang mit hohem logischem Pegel zur Ver- 
fugung zu stellen, und wenn das Begrenzungsmodus-Sperrsignal in dem zweiten Zustand 
ist, wird der Anlauftransistor (36) in dem Ausgangspuffer eingeschaltet, um die Leis- 



tungszufuhr bzw. Netzteilspannung an die Steuerelektrode des Anlauftreibertransistors 
(32) anzulegen. 



95 308 561.0 
EP 0 718 977 r 



A M-1- 
A,. 

CLK- 
CTRL- 



DATA[l:N]^r*" 
28 



43 



ADRESSEN- 
REGISTER 

12 



16a' 



ZEIT- 
STEUERUNGS- 



UND S 



EUER- 



SCHALTUNG 

T 

14 



ADRESS 
DEKO- 
DER 

17 



SPEICHERANORDNUNG 
16 



10 



■16b 
18- 



SCHREIBSCHALTUNG 

V 

N 21 



16c 



LESESCHALTUNG 

V" 

19 



22 



EINGANGS- 




AUSGANGS- 


a 


PUFFER 




PUFFER 




> 






BIAS CKT 





18a- 



I 



20- 



VOHREF 



21 



AUSGANGSPUFFER 



lAUSGANGSTREIBERl 

I i 



FIG. 1 



vcc 

u 

GND 

V 



ISVR< 




24 
J. 



47- 



49- 



1 



i 
i 
i 



| 'BIAS 



54^ 
26 



BIAS 
REJ 



tSVR 



52 



V 60^ 



FIG. 3 



~T~ 

DYN 
BIAS 

T 

C50 



! f3v 



-OVOHREF 



56 



58 



30 



44 



22 

A. 



28 

__A_ 

VERSATZ-COMP 



^^Vy-VERSATZ 



C50O- 



© 



'NULL 



SPANNUNGS- 

BEZUG 
UND-REGLER 



7" 

24 



26- 



'BIAS 



BIAS 

© 



VOHREF-^ 



DATA: 



i-2 



DATAj.2, 



DATAj_-| 



AUS- 




AUS- 


GANGS- 




GANGS- 


PUFFER 




TREIBER 


Hj-2 




2Qj_ 2 



28j-2 



AUS- 




AUS- 


GANGS- 




GANGS- 


PUFFER 




TREIBER 


21 H 




20]- , 



28;-! 



OATAjo 



DATA:, 




DATAj_ u 



V CC 



PU 



PD 



32 



34 



1 i 28; 

1U 



OUTEN 



FIG. 2 



DOCKET NO: 

SERIAL NO: H _ 7 

APPLICANT: JM&kMjj^ 
LERNER AND 6REENBERG PA. 

PO. POX 2480 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL (954) 925-1100 



